® BUNDESREPUBLIK ® Offenlegungsschrift 

DEUTSCHLAND _ Q £ 197 52 216 A1 




DEUTSCHES 
PATE IMTAMT 



® Aktenzeichen: 
© Anmeldetag: 
® Offenlegungstag: 



(§) Int. CI. 6 : 

H 03 F 3/1 95 



197 52 216.5 
25. 11.97 
17. 9.98 



< 

CM 
CM 



UJ 

Q 



® Unionsprioritat: 


® Erfinder: 


9-59405 13.03.97 JP 


Fujimoto, Shinichi, Tokio/Tokyo, JP; Kashiwa, 




Taicno, Tokio/Tokyo, JP 


(7?) Anmelder: 




Mitsubishi Denki K.K., Tokio/Tokyo, JP 




(g) Vertreten 




Winter, Brandl & Partner, 85354 Freising 





< 

CO 

CM 
CM 

LU 

a 



Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gern. § 44 PatG ist gestellt 

(S) Mit einem Verstarker und einem Trennfilter ausgerustete Mikrowellen- und Millimeterwellen-Schaltung 

@ Es ist erne Mikrowellen- und MilUmeterwellen-Schal- 
tung offenbart, die einen Verstarker mit einer vorbe- 
stimmten Verstarkermittenfrequenz aufweist, der zwi- 
schen Eingangs- und Ausgangsanschlussen liegt, wobei 
der Verstarker einen source-geerdeten Transistor besitzt. 
Erste und zweite Obertragungsleitungen liegen zwischen 
dem EingangsanschluS und einem gate des Transistors 
und werden miteinander seriell verschaltet Drttte und 
vierte Obertragungsleitungen liegen zwischen einem 
drain des Transistors und dem AusgangsanschlulS und 
sind seriell miteinander verschaltet. Ein erster Bandsperr- 
filter ist mit dem EingangsanschtufJ verbunden und be- 
sitzt und erste Bandsperrfrequenz, wahrend ein zweiter 
Bandsperrfilter mit dem AusgangsanschluB verbunden 
ist und eine zweite Sperrfrequenz aufweist. Ein dritter 
Bandsperrfilter ist mit einem Verbindungspunkt zwischen 
der erste n und zweite n Ubertragungsleitung verbunden 
und besitzt eine dritte Sperrfrequenz, wahrend ein vierter 
Bandsperrfilter mit einem Verbindungspunkt zwischen 
der dritten und vierten Obertragungsleitung verbunden 
ist und eine vierte Sperrfrequenz aufweist. In diesem Pall 
werden die jeweiligen erst en bis vierten Sperrfrequenzen 
auf eine gegenuber der Verstarkermittenfrequenz gerin- 
gere Frequenz ingestellt, wobei die jeweiligen dritten 
und vierten Sperrfrequenzen gegenuber den ersten und 
zweiten Sperrfrequenzen auf hohere Frequenzen einge- 
stellt werden. 
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Beschrcibung 



Die Erfindung bezieht sich auf eine MikroweUen- und 
Millimctcrwcllcn-Schaitung, die mit cincm Verstarker und 
einem Trennfilter bzw. Bandsperrfilter ausgeriistet ist. Ins- 5 
besondere bezieht sich die Erfindung auf eine MikroweUen- 
und Millimeterwellen-Schaltung zur Verwendung in (nach- 
folgend als Ics bezeichneten) integrierten Schaltungen fur 
MikroweUen, quasi-Millimeterwellen und MiUimeterweUen 
in Frequenzbandem von ca. 800 MHz bis ca. 300 GHz. io 

Die Fig. 13 zcigt ein Schaltbild cincr Mikrowellen- und 
MiUimeterweUen- Verstarkerschaltung gemaB einem ersten 
Stand der Technik. 

GemaB Fig. 13 befinden sich in einer Verstarkerschaltung 
gate and drain eines (nachfolgend als FET bezeichneten) 15 
Feldeffekttransistors Q mit einem geerdeten source An- 
schluB (nachfolgend als source-geerdeter FET bezeichnet) 
zwischen einem EingangsanschluB 1 und einem Ausgangs- 
anschluB 2, sowie zwischen zwei Mikrostreifenleitem bzw. 
Mikrostripleitungen Til und T12, die jeweils eine Obertra- 20 
gungsleitung darstellen. In dieser Verstarkerschaltung ist ein 
(nachfolgend als BEF bezeichneter) Trennfilter bzw. Band- 
sperrfilter FE mit dem DrainanschluB des FETs Q verbun- 
den, wobei der Trennfilter aus einer Serienschaltung einer 
Mikrostripleitung bzw. einem Mikrobandlciter T13 einer als 25 
Spule bzw. Induktivitat wirkenden IJbertragungsleitung und 
einem Kondensator Tl 1 besteht und eine Sperrfrequenz f<. 
unterhalb einer gewunschten Verstarker-Mittenfrequenz f 0 
der Verstarkerschaltung aufweist. Diese Verstarkerschaltung 
besitzt eine Frequenzverstarkungscharakteristik, wie sie 30 
durch eine Verstarkung G10 in Fig. 17 dargestellt ist. In die- 
sem Fall besaB die Verstarkerschaltung ein Problem dabin- 
gehend, daB bei geringeren Frequenzen in der Nahe der 
Sperrfrequenz f^ eine unnotige Verstarkung existiert, wie sie 
durch Gil dargestellt ist. 35 

Zum Losen dieses Problems wird gemaB der den zweiten 
Stand der Technik dargestellten Fig. 14 ein direktionaler 
Koppler bzw. Richtungskoppler mit zwei Mikrostreifenlei- 
tem T21 und T22 mit einer %-WcllcnIange anstelle des Mi- 
krostreifenleiters T12 derart vorgesehen, daB sie zueinander 40 
gegeniiberliegen und elektromagnetisch miteinander gekop- 
pelt sind, wodurch die ungunsdge Verstarkung Gil beseitigt 
wird, wie durch die Verstarkung G12 gemaB Fig. 17 darge- 
stellt ist. 

Die Fig. 15 zeigt ein Schaltbild einer Mikrowellen- und 45 
MillimeterweUen- Verstarkerschaltung gemaB einem dritten . 
Stand der Technik, wie sie aus der japanischen Offenle- 
gungsschrift Nr. 8-274552 bekannt ist. 

GemaB Fig. 15 bezeichnet das Bezugszeichen 1 einen 
EingangsanschluB, das Bezugszeichen 2 einen Ausgangsan- 50 
schluB, die Bezugszeichen 3 und 4 Anschlusse zum Anlegen 
einer Vorspannung, das Bezugszeichen Q einen FET, die 
Bezugszeichen Til bis T16 Mikrostripleitungen bzw. Mi- 
krostreifenleiter, die als Induktivitaten bzw. Spulen wir- 
kende Obertragungsleitungen darsteUen, die Bezugszeichen 55 
Cll und C12 Kondensatoren, das Bezugszeichen Rg einen 
Widerstand und die Bezugszeichen Lsl und Ls2 Hochfre- 
quenzsperrinduktivitaten. Eine Frequenzen arakteristik der 
wie vorstehend beschrieben aufgebauten Mikrowellen- und 
MillimeterweUen- Verstarkerschaltung besitzt gemaB Fig. 60 
18 in ahnlicher Weise zum ersten Stand der Technik eine un- 
nStige Verstarkung, die bei ca. 2 GHz oder darunter auftritt. 
Ebenso besitzt der Stabilisierungsfaktor K der Schaltung ei- 
nen geringeren Wert als der Wert bei den Frequenzbandem 
von ca. 13 GHz bis 27 GHz, so daB die Arbeits weise der 65 
Schaltung unstabU ist. 

Ferner ist in Fig. 16 ein Schaltbild einer MikroweUen- 
und MiUimeterweUen-Verstiirkerschaltung eines vierten 



Sondes dt»r Technik dargestellt, wie sie aus der US- 
5,412,347 bekannt ist. 

GemaB Fig. 16 bezeichnet das Bezugszeichen 1 einen 
EingangsanschluB, 2 cincn AusgangsanschluB, 3 und 4 An- 
schlusse zum Anlegen einer Vorspannung, das Bezugszei- 
chen Q einen FET, Til bis Tl 7 einen Mikrostreifenleiter, 
der als Induktivitaten wirkende Obertragungsleitungen auf- 
weist, Cll bis C15 Kondensatoren und Rll einen Wider- 
stand. 

Die MikroweUen- und MiUimeterweUen- Verstarkerschal- 
tung gemaB dem zweiten Stand der Technik hat tatsachlich 
die Probleme gemaB dem ersten Stand der Technik geidst. 
Da jedoch die MikroweUen- und MiUimeterweUen- Verstar- 
kerschaltung den direktioneUen Koppler bzw. Richtungs- 
koppler aufweist, liegt die ^-WeUenlange beispielsweise im 
60 GHz Band unterhalb von 400 um. Daher ist der direktio- 
nale Koppler relativ groB, weshalb sich ein Problem dahin- 
gehend ergibt, daB die die Verstarkerschaltung aufweisende 
Schaltung nicht miniaturisiert werden kann. 

Zum Losen des Problems gemaB dem dritten Stand der 
Technik kann der Stabilisierungsfaktor K auf groBer gleich 
eins eingesteUt werden, beispielsweise durch Hinzufiigen 
eines Mikrostreifenleiters, der als relativ lange Induktivitat 
fur die source des FETs Q gemaB Fig. 19 wirkt, Es existiert 
jedoch weiterhin eine unnodge Verstarkung, wahrend die 
eine Ruckkopplungsschaltung darsteUende Induktivitat ein- 
geftigt wird, wodurch der Verstarkungsfaktor der Verstar- 
kungsschaltung von ca. 18 dB auf ca. 6 dB mit einer schritt- 
weisen Verringerung von cau 12 dB verringert wird Dariiber 
hinaus besitzt der vierte Stand der Technik in ahnUcher 
Weise zum dritten Stand der Technik ein Problem dahinge- 
hend, daB ein groBerer Verstarkungsfaktor in einem breite- 
ren Band nicht erhalten werden kann. 

Der Erfindung Uegt daher die Aufgabe zugrunde, eine mit 
einem Verstarker und einem Trennfilter ausgeriistete Mikro- 
weUen- und MilHmeterwellen-Schaltung zu schaflen, bei 
der man eine groBere Verstarkung in einem breiteren Band 
erhalt. 

Dariiber hinaus liegt der Erfindung die Aufgabe zu- 
grunde, eine mit einem Verstarker und einem Trennfilter 
ausgestattete MikroweUen- und MilUmeterweUen-Schal- 
tung zu schaffen, die im Vergleich zum Stand der Technik 
weiter miniaturisiert werden kann. 

Diese Aufgabe wird gemaB einem ersten Teilaspekt der 
vorUegenden Erfindung durch eine MikroweUen- und MiUi- 
meterweUen-Schaltung geidst mit einem Verstarker, der eine 
vorbestimmte Verstarkerrnittenfrequenz aufweist und zwi- 
schen einem EingangsanschluB und einem Ausgangsan- 
schluB der MikroweUen- und MiUimeterweUen-Schaltung 
vorgesehen ist, wobei der Verstarker einen source geerdeten 
Transistor mit einem gate einer drain und einer source auf- 
weist, gekennzeichnet durch: 

crstc und zweite "Obertragungsleitungen, die zwischen dem 
EingangsanschluB und dem gate des Transistors liegen und 
serieU miteinander verbunden sind, wobei die erste und 
zweite Ubertragungsleitung jeweils als Induktivitat wirkt; 
dritte und vierte Ubertragungsleitungen, die zwischen dem 
drain des Transistors und dem AusgangsanschluB Uegen und 
serieU miteinander verbunden sind, wobei die dritte und 
vierte Obertragungsleitung jeweils als Induktivitat wirkt; 
einen ersten Bandsperrfilter, der mit dem EingangsanschluB 
verbunden ist, wobei der erste Bandsperrfilter zumindest ei- 
nen ersten Kondensator aufweist und eine erste Sperrfre- 
quenz besitzt; 

einen zweiten Bandsperrfilter, der mit dem Ausgangsan- 
schluB verbunden ist, wobei der zweite Bandsperrfilter zu- 
mindest einen zweiten Kondensator aufweist und eine 
zweite Sperrfrequenz besitzt; 
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einen dritten Bands pen-filter, dcr aus einer aus einem dritten 
Kondensator und einer ersten Serienschaitung eines vierten 
Kondensators und eines ersten Widerstands bestehcnden er- 
sten Parallclschaltung bestcht und cine zweite Scricnschal- 
tung aufweist, die aus der ersten Parallelschaltung und einer 5 
als Induktivitat wirkenden funften Ubertragungsleitung be- 
steht, wobei der dritte Bandsperrfilter mit einem Verbin- 
dungspunkt zwischen der ersten und zweiten Obertragungs- 
leitung verbunden ist und eine dritte Sperrfrequenz besitzt; 
und " to 

einen vierten Bandsperrfilter, der aus einer aus cincm funf- 
ten Kondensator und einer dritten Serienschaitung aus ei- 
nem sechsten Kondensator und einem zweiten Widerstand 
bestehenden dritten Parallelschaltung besteht und eine vierte 
Serienschaitung aus der dritten Parallelschaltung und einer 15 
als Induktivitat wirkenden sechsten Ubertragungsleitung be- 
steht, wobei der vierte Bandsperrfilter mit einem Verbin- 
dungspunkt zwischen der dritten und vierten Ubertragungs- 
leitung verbunden ist und eine vierte Sperrfrequenz besitzt, 
wobei jede der ersten und zweiten Sperrfrequenzen und jede 20 
der. dritten und vierten Sperrfrequenzen auf einen Wen un- 
terhalb der Verstarkermittenfrequenz eingestellt ist und die 
jeweiligen dritten und vierten Sperrfrequenzen auf gegen- 
tiber den ersten und zweiten Sperrfrequenzen hohere Fre- 
quenzen eingestellt werden. 25 

Vorzugsweise besitzt in der vorstehend beschriebenen 
Mikrowellen- und Millimeterwellen-Schaltung der erste 
Bandsperrfilter ferner eine siebte Obertragungsleitung, die 
seriell zum ersten Kondensator geschaltet ist, wobei die 
siebte Ubertragungsleitung als Induktivitat wirkt, und 30 
der zweite Bandsperrfilter ferrier eine achte Ubertragungs- 
leitung, die seriell zum zweiten Kondensator geschaltet ist, 
wobei die achte Ubertragungsleitung als Induktivitat wirkL 

GemaB einem weiteren Teilaspekt der voriiegenden Erfin- 
dung besteht eine Mikrowellen- und Millimeterwellen- 35 
Schaltung mit einem Verstarker, der eine vorbestimmte Ver- 
starkermittenfrequenz aufweist und zwischen einem Ein- 
gangsanschluB und einem AusgangsanschluB der Mikrowel- 
len- und Millimeterwellen-Schaltung vorgeschen ist, wobei 
der Verstarker einen source geerdeten Transistor mit einem 40 
gate, einem drain und einer source aufweist, aus: 
einer ersten und zweiten Obertragungsleitung, die zwischen 
dem EingangsanschluB und das gate des Transistors ge- 
schaltet sind und seriell miteinander verbunden sind, wobei 
die erste und zweite Ubertragungsleitung jeweils als Induk- 45 
tivitat wirkt; 

einer dritten und vierten Obertragungsleitung, die zwischen 
dem drain des Transistors und dem AusgangsanschluB ge- 
schaltet und seriell miteinander verbunden sind, wobei die 
dritte und vierte Obertragungsleitung jeweils als Indukti vi- 50 
taten wirkt; 

einem ersten Bandsperrfilter, der mit dem EingangsanschluB 
verbunden ist, wobei dcr erste Bandsperrfilter zumindest ei- 
nen ersten Kondensator aufweist und eine erste Sperrfre- 
quenz besitzt; 55 
einem zweiten Bandsperrfilter, der eine aus einem zweiten 
Kondensator und einer ersten Serienschaitung aus einem 
dritten Kondensator und einem ersten Widerstand beste- 
hende erste Parallelschaltung aufweist und eine zweite Seri- 
enschaitung aus der ersten Parallelschaltung und einer als 60 
Induktivitat wirkenden fUnften Obertragungsleitung besitzt, 
wobei der zweite Bandsperrfilter mit einem Verbindungs- 
punkt zwischen der ersten und zweiten Obertragungsleitung 
verbunden ist und eine zweite Sperrfrequenz besitzt, und 
einem dritten Bandsperrfilter, der eine aus einem vierten 65 
Kondensator und einer dritten Serienschaitung aus einem 
fUnften Kondensator und einem zweiten Widerstand beste- 
hende dritte Parallelschaltung aufweist und eine vierte Seri- 
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enschaltung aus der dritten Parallelschaltung und einer als 
Induktivitat wirkenden sechsten Obertragungsleitung be- 
sitzt, wobei der dritte Bandsperrfilter mit einem Verbin- 
dungspunkt zwischen dcr dritten und vierten tibertragungs- 
leitung verbunden ist und eine dritte Sperrfrequenz besitzt, 
wobei jede der ersten und der zweiten sowie dritten Sperr- 
frequenzen auf eine gegeniiber der Verstarkermittenfre- 
quenz kleinere Frequenz eingestellt wind und jede der zwei- 
ten und dritten Sperrfrequenzen auf eine gegeniiber der er- 
sten Sperrfrequenz hohere Frequenz eingestellt wird. 

In dcr vorstehend beschriebenen Mikrowellen- und Milli- 
meterwellen-Schaltung besitzt der erste Bandsperrfilter vor- 
zugsweise femereine siebte Obertragungsleitung, die seriell 
mit dem ersten Kondensator verbunden ist, wobei die siebte 
Obertragungsleitung als Induktivitat wirkt. 

In der vorstehend beschriebenen Mikrowellen- und Milli- 
meterwellen-Schaltung wird die source des Transistors iiber 
eine als Induktivitat wirkende achte Ubertragungsleitung 
geerdet. 

■ GemaB einem weiteren Teilaspekt der voriiegenden Erfin- 
dung besteht eine Mikrowellen- und Millimeterwellen- 
Schaltung mit einem Verstarker, der eine vorbestimmte Ver- 
starkermittenfrequenz besitzt und zwischen einem Ein- 
gangsanschluB und einem AusgangsanschluB der Mikrowel- 
len- und Millimeterwellen-Schaltung vorgesehen ist, wobei 
der Verstarker einen source-geerdeten Transistor mit einem 
gate einem drain und einer source aufweist, aus: 
einer ersten und zweiten Obertragungsleitung, die zwischen 
dem EingangsanschluB und dem gate des Transistors liegen 
und seriell miteinander verbunden sind, wobei die erste und 
zweite Obertragungsleitung jeweils als Induktivitat wirkt; 
einer dritten und vierten Obertragungsleitung, die zwischen 
dem drain des Transistors und dem AusgangsanschluB lie- 
gen und seriell miteinander verbunden sind, wobei die dritte 
und vierte Obertragungsleitung jeweils als Induktivitat 
wirkt; 

einem ersten Bandsperrfilter, der mit dem Ausgangsan- 
schluB verbunden ist, wobei der erste Bandsperrfilter zumin- 
dest einen ersten Kondensator aufweist und eine erste Sperr- 
frequenz besitzt; 

einem zweiten Bandsperrfilter, der eine aus einem zweiten 
Kondensator und einer ersten Serienschaitung aus einem 
dritten Kondensator und einem ersten Widerstand beste- 
hende erste Parallelschaltung aufweist und eine zweite Seri- 
enschaitung aus der ersten Parallelschaltung und einer als 
Induktivitat wirkenden funften Obertragungsleitung besitzt, 
wobei der zweite Bandsperrfilter mit einem Verbindungs- 
punkt zwischen der ersten und zweiten Obertragungsleitung 
verbunden ist und eine zweite Sperrfrequenz besitzt; und 
einem dritten Bandsperrfilter, der aus einer aus einem vier- 
ten Kondensator und einer dritten Serienschaitung aus ei- 
nem funften Kondensator und einem zweiten Widerstand 
bestehenden dritten Parallelschaltung besteht, und eine 
vierte Serienschaitung aus der dritten Parallelschaltung und 
einer als Induktivitat wirkenden sechsten Obertragungslei- 
tung aufweist, wobei der dritte Bandsperrfilter mit einem 
Verbindungspunkt zwischen der dritten und vierten Obertra- 
gungsleitung verbunden ist und eine dritte Sperrfrequenz 
besitzt, 

wobei eine jeweiiige erste Sperrfrequenz sowie zweite und 
dritte Sperrfrequenz auf eine gegeniiber der Verstarkermit- 
tenfrequenz geringere Frequenz eingestellt ist und eine je- 
weiiige zweite und dritte Sperrfrequenz auf eine gegeniiber 
der ersten Sperrfrequenz hohere Frequenz eingestellt ist. 

In der vorstehend beschriebenen Mikrowellen- und Milli- 
meterwellen-Schaltung besitzt der erste Bandsperrfilter vor- 
zugsweise ferner eine siebte Obertragungsleitung, die seriell 
mit dem ersten Kondensator verbunden ist, wobei die siebte 
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Obertragungsleitung als Enduktivitat. wirkt. 

In der vorstehend beschriebenen Mikrowellen- und Milli- 
meterwellen-Schaitung ist die source des Transistors vor- 
zugswcisc iibcr cine als Induktivitat wirkende achtc Ubcr- 
tragungsleitung geerdet. 

GemaB einem weiteren Teilaspekt der vorliegenden Erfin- 
dung besteht eine Mikrowellen- und Millimeterwellen- 
Schaitung mit einem Verstarker, der eine vorbestimmte Ver- 
starkennittenfrequenz besitzt und zwischen einern Ein- 
gangsanschluB und einem AusgangsanschluB der Mikrowel- 
len- und Millimeterwellen-Schaitung vorgesehen ist, wobei 
der Verstarker einen source geerdeten Transistor mit einem 
gate, einem drain und einer source aufweist, aus: 
einer ersten und zweiten Obertragungsleitung, die zwischen 
dem EingangsanschluB und dem gate des Transistors liegen 
und seriell miteinander verbunden sind, wobei die erste und 
zweite Obertragungsleitung jeweils als Induktivitat wirkt; 
einer dritten und vierten Ubertragungsleitung, die zwischen 
dem drain des Transistors und dem AusgangsanschluB lie- 
gen und seriell miteinander verbunden sind, wobei die dritte 
und vierte Obertragungsleitung jeweils als Induktivitat 
wirkt; 

einem ersten Bandsperrfilter, der mit einem Verbindungs- 
punkt zwischen der ersten und zweiten Ubertragungsleitung 
verbunden ist, wobei der ersten Bandsperrfilter zumindest 
einen ersten Kondensator aufweist und eine erste Sperrfre- 
quenz; 

einem zweiten Bandsperrfilter, der mit einem Verbindungs- 
punkt zwischen der dritten und vierten "Obertragungsleitung 
verbunden ist, wobei der zweite Bandsperrfilter zumindest 
einen zweiten Kondensator aufweist und eine zweite Sperr- 
frequenz besitzt; 

einem dritten Bandsperrfilter, der aus einer aus einem dritten 
Kondensator und einer ersten Serienschaitung aus einem 
vierten Kondensator und einem ersten Widerstand bestehen- 
den ersten Parallelschaltung besteht und eine zweite Serien- 
schaitung aus der ersten Parallelschaltung und einer als In- 
duktivitat wirkenden funften Ubertragungsleitung aufweist, 
wobei der dritte Bandsperrfilter mit dem EingangsanschluB 
verbunden ist und eine dritte Sperrfrequenz besitzt, und 
einem vierten Bandsperrfilter, der aus einer aus einem fiinf- 
ten Kondensator und einer dritten Serienschaitung aus ei- 
nem sechsten Kondensator und einem zweiten Widerstand 
bestehenden dritten Parallelschaltung besteht und eine vierte 
Serienschaitung aus der dritten Parallelschaltung und einer 
als Induktivitat wirkenden sechsten Obertragungsleitung 
aufweist, wobei der vierte Bandsperrfilter rnit dem Aus- 
gangsanschluB verbunden ist und eine vierte Sperrfrequenz 
besitzt; 

wobei die jeweiligen ersten und zweiten Sperrfrequenzen 
und die dritten und vierten Sperrfrequenzen auf gegeniiber 
der Verstarkermittenfrequenz geringere Frequenzen einge- 
stellt sind, und die jeweiligen dritten und vierten Sperrfre- 
quenzen gegeniiber den ersten und zweiten Sperrfrequenzen 
auf hohere Frequenzen eingestellt sind. 

In der vorstehend beschriebenen Mikrowellen- und Milli- 
meterwellen-Schaltung besitzt der erste Bandsperrfilter vor- 
zugsweise fernereine siebte Obertragungsleitung, die seriell 
zum ersten Kondensator geschaltet ist, wobei die siebte 
Obertragungsleitung als Induktivitat wirkt, und der zweite 
Bandsperrfilter ferner eine achte Obertragungsleitung auf- 
weist, die seriell zum zweiten Kondensator geschaltet ist, 
wobei die achte Obertragungsleitung als Induktivitat wirkt. 

In der vorstehend beschriebenen Mikrowellen- und Milli- 
meterwellen-Schaitung wird die source des Transistors vor- 
zugsweise iiber eine als Induktivitat wirkende neunte Ober- 
tragungsleitung geerdet. 

GemaB einem weiteren Teilaspekt der vorliegenden Erfin- 
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diing besteht cine Mikrowellen- und Millimeterweilen- 
Schaltung mit einem Verstarker, der eine vorbestimmte Ver- 
starkermittenfrequenz besitzt und zwischen einem Ein- 
gangsanschluB und einem AusgangsanschluB dcrMikrowcl- 
5 len- und Millimeterwellen-Schaitung vorgesehen ist, wobei 
der Verstarker einen source geerdeten Transistor mit einem 
gate, einem drain und einer source aufweist, aus: 
einer ersten und zweiten Obertragungsleitung, die zwischen 
dem EingangsanschluB und dem gate des Transistors liegen 

10 und seriell miteinander verbunden sind, wobei die erste und 
zweite Ubertragungsleitung jeweils als Induktivitat wirkt; 
einer dritten und vierten Obertragungsleitung, die zwischen 
dem drain des Transistors und dem AusgangsanschluB lie- 
gen und seriell miteinander verbunden sind, wobei die dritte 

15 und vierte Obertragungsleitung jeweils als Induktivitat 
wirkt; 

einem ersten Bandsperrfilter, der mit einem Verbindungs- 
punkt zwischen der ersten und zweiten Ubertragungsleitung 
verbunden ist, wobei der erste Bandsperrfilter zumindest ei- 
20 nen ersten Kondensator aufweist und eine erste Sperrfre- 
quenz besitzt; 

einem zweiten Bandsperrfilter, der aus einer aus einem 
zweiten Kondensator und einer Serienschaitung eines drit- 
ten Kondensators und eines ersten Widerstands bestehenden 

25 ersten Parallelschaltung besteht, und eine zweite Serien- 
schaitung aus der ersten Parallelschaltung und einer als In- 
duktivitat wirkenden funften Obertragungsleitung aufweist, 
wobei der zweite Bandsperrfilter mit dem EingangsanschluB 
verbunden ist und eine zweite Sperrfrequenz besitzt, und 

30 einem dritten Bandsperrfilter, der aus einer aus einem vier- 
ten Kondensator und einer dritten Serienschaitung aus ei- 
nem funften Kondensator und einem zweiten Widerstand 
bestehenden dritten Parallelschaltung besteht, und eine 
vierte Serienschaitung aus der dritten Parallelschaltung und 

35 einer als Induktivitat wirkenden sechsten Obertragungslei- 
tung aufweist, wobei der dritte Bandsperrfilter mit dem Aus- 
gangsanschluB verbunden ist und eine dritte Sperrfrequenz 
besitzt; 

wobei eine jeweilige erste Sperrfrequenz sowie zweite und 
40 dritte Sperrfrequenzen gegeniiber der Verstarkermittenfre- 
quenz auf eine geringere Frequenz eingestellt sind und die 
jeweiligen zweiten und dritten Sperrfrequenzen gegeniiber 
der ersten Sperrfrequenz auf eine hohere Frequenz einge- 
stellt sind. 

45 In der vorstehend beschriebenen Mikrowellen- und Milli- 
meterwellen-Schaitung besitzt der erste Bandsperrfilter vor- 
zugsweise ferner eine siebte Obertragungsleitung, die seriell 
zum ersten Kondensator geschaltet ist, wobei die siebte 
Obertragungsleitung als Induktivitat wirkt. 

50 In der vorstehend beschriebenen Mikrowellen- und Milli- 
meterwellen-Schaitung wird der Transistor vorzugsweise 
iiber eine als Induktivitat wirkende achte Obertragungslei- 
tung geerdet. 

GemaB einem weiteren Teilaspekt der vorliegenden Erfin- 
55 dung besteht eine Mikrowellen- und Millimeterwellen- 
Schaitung mit einem Verstarker, der eine vorbestimmte Ver : 
starkermittenfrequenz aufweist und zwischen einem Ein- 
gangsanschluB und einem AusgangsanschluB der Mikrowel- 
len- und Millimeterwellen-Schaitung vorgesehen ist, wobei 
60 der Verstarker einen source geerdeten Transistor mit einem 
gate, einem drain und einer source aufweist, aus: 
einer ersten und zweiten Obertragungsleitung, die zwischen 
dem EingangsanschluB und dem gate des Transistors liegen 
und seriell miteinander verbunden sind, wobei die erste und 
65 zweite Obertragungsleitung jeweils als Induktivitat wirkt; 
einer dritten und vierten Ofbertragungsieitung, die zwischen 
dem drain des Transistors und dem AusgangsanschluB lie- 
gen und seriell miteinander verbunden sind, wobei die dritte 
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und vierte Ubertragungsleit-ung jeweils als Induktivitat 
wirkt; 

einem ersten Bandsperrfilter, der mit einem Verbindungs- 
punkt zwischcn dcr drittcn und vicrtcn Ubertragungsleitung 
verbunden ist, wobei der erste Bandsperrfilter zurnindest ei- 
nen ersten Kondensator aufweist und eine erste Sperrfre- 
quenz besitzt; 

einem zweiten Bandsperrfilter, der aus einer aus einem 
zweiten Kondensator und einer ersten Serienschaltung aus 
einem dritten Kondensator und einem ersten "Widerstand be- 
stehenden ersten Parallelschaltung bestcht und cine zweite 
Serienschaltung aus der ersten Parallelschaltung und einer 
als Induktivitat wirkenden funften Ubertragungsleitung auf- 
weist, wobei der zweite Bandsperrfilter mit dem Eingangs- 
anschluB verbunden ist und eine zweite Sperrfrequenz be- 
sitzt; und 

einem dritten Bandsperrfilter, der aus einer aus einem vier- 
ten Kondensator und einer dritten Serienschaltung aus ei- 
nem funften Kondensator und einem zweiten Widerstand 
bestehenden dritten Parallelschaltung besteht und eine vierte 
Serienschaltung aus der dritten Parallelschaltung und einer 
als Induktivitat wirkenden sechsten Ubertragungsleitung 
aufweist, wobei der dritte Bandsperrfilter mit dem Aus- 
gangsanschluB verbunden ist und eine dritte Sperrfrequenz 
besitzt; 

wobei die jeweilige erste Sperrfrequenz und die zweiten und 
dritten Sperrfrequenzen gegeniiber der Verstarkermittenfre- 
quenz auf eine geringere Frequenz eingestellt sind, und die 
jeweiligen zweiten und dritten Sperrfrequenzen gegeniiber 
der ersten Sperrfrequenz auf eine hohere Frequenz einge- 
stellt sind. 

In der vorstehend beschriebencn Mikrowellen- und Milli- 
meterwellen-Schaltung besitzt der erste Bandsperrfilter vor- 
zugs weise ferner eine siebte Ubertragungsleitung, die seriell 
zum ersten Kondensator geschaltet ist, wobei die siebte 
Ubertragungsleitung als Induktivitat wirkt. 

In der vorstehend beschriebenen Mikrowellen- und Milli- 
meterwellen-Schaltung wird die source des Transistors vor- 
zugs weise uber eine als Induktivitat wirkende achte Uber- 
tragungsleitung geerdet 

GemaB einem weiteren Teilaspekt der vorliegenden Erfin- 
dung besteht eine Mikrowellen- und Millimeterwellen- 
Schaltung mit einem Verstarker, der eine vorbestimmte Ver- 
starkermittenfrequenz aufweist, und zwischen einem Ein- 
gangsanschluB und einem AusgangsanschluB der Mikrowel- 
len- und Millimeterwellen-Schaltung yorgesehen ist, wobei 
der Verstarker einen source geerdeten Transistor mit einem 
gate, einem drain und einer source aufweist, aus: 
einer ersten und zweiten Ubertragungsleitung, die zwischen 
dem EingangsanschluB und dem gate des Transistors iiegen 
und seriell miteinander verbunden sind, wobei die erste und 
zweite Ubertragungsleitung jeweils als Induktivitat wirkt; 
einer dritten Ubertragungsleitung, die zwischen dem drain 
des Transistors und dem AusgangsanschluB liegt, wobei die 
dritte Ubertragungsleitung als Induktivitat wirkt; 
einem ersten Bandsperrfilter, der mit einem Verbindungs- 
punkt zwischen der ersten und zweiten Ubertragungsleitung 
verbunden ist, wobei der erste Bandsperrfilter zurnindest ei- 
nen ersten Kondensator aufweist und eine erste Sperrfre- 
quenz besitzt; 

einem zweiten Bandsperrfilter, der mit dem Ausgangsan- 
schluB verbunden ist, wobei der zweite Bandsperrfilter zu- 
rnindest einen zweiten Kondensator aufweist und eine 
zweite Sperrfrequenz besitzt; und 

einem dritten Bandsperrfilter, der aus einer aus einem dritten 
Kondensator und einer ersten Serienschaltung aus einem 
vierten Kondensator und einem ersten Widerstand bestehen- 
den ersten Parallelschaltung besteht und eine zweite Serien- 



schaltung aus der ersten Parallelschaltung und einer als In- 
duktivitat wirkenden vierten Ubertragungsleitung aufweist, 
wobei der dritte Bandsperrfilter mit dem EingangsanschluB 
verbunden ist und cine dritte Sperrfrequenz besitzt; 
5 wobei die jeweiligen ersten und zweiten Sperrfrequenzen 
sowie die dritte Sperrfrequenz gegeniiber der Verstarkermit- 
tenfrequenz auf eine geringere Frequenz eingestellt sind und 
die dritte Sperrfrequenz gegeniiber den ersten und zweiten 
Sperrfrequenzen auf eine hohere Frequenz eingestellt ist. 
10 In der vorstehend beschriebenen Mikrowellen- und Milli- 
meterwellen-Schaltung besitzt der erste Bandsperrfilter vor- 
zugs weise ferner eine funfte Ubertragungsleitung, die seriell 
zum ersten Kondensator geschaltet ist, wobei die fiinfte 
Ubertragungsleitung als Induktivitat wirkt, und der zweite 
15 Bandsperrfilter ferner eine sechste Ubertragungsleitung, die 
seriell zum zweiten Kondensator geschaltet ist, wobei die 
sechste Ubertragungsleitung als Induktivitat wirkt. 

In der vorstehend beschriebenen Mikrowellen- und Milli- 
meterwellen-Schaltung wird die source des Transistors vor- 
20 zugsweise iiber eine als Induktivitat wirkende siebte Uber- 
tragungsleitung geerdet. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausfuh- 
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen na- 
her beschrieben. 
25 Es zeigen: 

Fig. 1 ein Schaltbild einer Mikrowellen- und Millimeter- 
weUen- Verstarkerschaltung gemaB einem ersten erfindungs- 
gemaBen Ausfuhrungsbeispiel; 

Fig. 2 ein Schaltbild einer Mikrowellen- und Millimeter- 
30 weUen- Verstarkerschaltung gemaB einem zweiten erfin- 
dungsgemaBen Ausfuhrungsbeispiel; 

Fig. 3 ein Schaltbild einer Mikrowellen- und Millimeter- 
weUen- Verstarkerschaltung gemaB einem dritten erfin- 
dungsgemafien Ausfuhrungsbeispiel; 
35 Fig. 4 ein Schaltbild einer Mikrowellen- und Millimeter- 
wellen- Verstarkerschaltung gemaB einem vierten erfin- 
dungsgemaBen Ausfuhrungsbeispiel; 

Fig. 5 ein Schaltbild einer Mikrowellen- und Millimeter- 
wellen- Verstarkerschaltung gemaB einem funften erfin- 
40 dungsgemaBen Ausfuhrungsbeispiel; 

Fig. 6 ein Schaltbild einer Mikrowellen- und Millimeter- 
wellen- Verstarkerschaltung gemaB einem sechsten erfin- 
dungsgemaBen Ausfuhrungsbeispiel; 

Fig. 7 ein Schaltbild einer Mikrowellen- und Millimeter- 
45 wellen- Verstarkerschaltung gemaB einem siebten erfin- 
dungsgemaflen Ausfuhrungsbeispiel; 

Fig. 8 ein Schaltbild einer Mikrowellen- und Millimeter- 
wellen-Verstarkerschaltung gemaB einem achten erfin- 
dungsgemaBen Ausfuhrungsbeispiel; 
50 Fig. 9 ein Schaltbild einer Mikrowellen- und Millimeter- 
wellen- Verstarkerschaltung gemaB einem neunten erfin- 
dungsgemaBen Ausfuhrungsbeispiel; 

Fig. 10 ein Schaltbild einer Mikrowellen- und Millime- 
terwellen- Verstarkerschaltung gemaB einem zehnten erfin- 
55 dungsgemaBen Ausfuhrungsbeispiel; 

Fig. 11 ein Schaltbild einer Mikrowellen- und Millimeter- 
wellen- Verstarkerschaltung gemaB einem elften erfindungs- 
gemaBen Ausfuhrungsbeispiel; 

Fig. 12 ein Schaltbild einer Mikrowellen und Millimeter- 
60 wellen-Verstarkerschaltung gemaB einem Vergleichsbei- 
spiel; 

Fig. 13 ein Schaltbild einer Mikrowellen- und Millime- 
terwellen- Verstarkerschaltung gemaB einem ersten Stand 
der Technik; 

65 Fig. 14 ein Schaltbild einer Mikrowellen- und Millime- 
terwellen- Verstarkerschaltung gemaB einem zweiten Stand 
der Technik; 

Fig. 15 ein Schaltbild einer Mikrowellen- und Millime- 
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terwellen- Verstarkerschaltung gcm^B cinem ciritten Stand 
der Technik; 

Fig. 1 6 ein Schaltbild einer Mikrowetlen- und Millime- 
tcrwcUcn- Verstarkerschaltung gemaB cincm vicrtcn Stand 
der Technik; 

Fig. 17 eine graphische Darstellung. die die Frequenzcha- 
rakteristika der MikroweLlen- und Millimeterwellen-Ver- 
starkerschaltungen gemaB dem ersten und zweiten Stand der 
Technik darstellen; 

Fig. 18 eine graphische Darstellung, die eine Frequenz- 
charakteristik der Mikrowellen- und Mil limctcrwellcn- Ver- 
starkerschaltung gemaB dem dritten Stand der Technik dar- 
stellt; 

Fig. 19 eine graphische Darstellung, die eineFrequenz- 
charakteristik der Mikrowellen- und Millimeterweilen- Ver- 
starkerschaltung gemaB dem dritten Stand der Technik mit 
einer hinzugefugten Sourceinduktivitat darstellt; 

Fig. 20 eine graphische Darstellung, die eine Frcquenz- 
charakteristik der Mikrowellen- und Millimeterweilen- Ver- 
starkerschaltung gemaB dem Vergleichsbeispiel darstellt. 

Fig. 21 eine graphische Darstellung, die eine Frequenz- 
charakteristik der Mikrowellen- und Millimeterweilen- Ver- 
starkerschaltung gemaB dem ersten bevorzugten Ausftih- 
rungsbeispiel darstellt; 

Fig. 22 eine graphische Darstellung, die eine Frequcnz- 
charakteristik von Bandsperrfiltern (BEFs) FA und FB dar- 
stellt; und 

Fig. 23 eine graphische Darstellung, die eine Frequenz- 
charakterisdk von Bandsperrfiltern (BEFs) FC und FD dar- 
stellt. 

ERSTES BEVORZUGTES AUSFUHRUNGSBEISPIEL 

Die Fig. 1 zeigt ein Schaltbild einer Mikrowellen- und 
Millimetewellen-Verstarkerschaltung gemaB einem ersten 
ejrfindungsgemaBen Ausfuhrungsbeispiel. Dieses bevor- 
zugte Ausfuhrungsbeispiel zeigt eine Verstarkerschaltung 
mit einem FET Q zur Verstarkung, der ein pseudomorpher 
HEMT ist (High Electron Mobility Transistor), wobei der 
FET Q zwischen einen EingangsanschluB 1 und einen Aus- 
gangsanschluB 2 geschaltet ist und die Source iiber eine Par- 
. allelschaltung von zwei Mikrostreifenieitern bzw. Mikro- 
stripleitungen T3 und T3a geerdet ist, wobei gemaB Fig. 1 

(a) ein BEF FA mit einer Sperrfrequenz f a und 

(b) ein BEF FC mit einer Sperrfrequenz f c an das gate 
des FET Q angeschlossen sind, und 

(c) ein BEF FD mit einer Sperrfrequenz f d und 

(d) ein B EF FB mit einer Sperrfrequenz f b an die drain 
des FET Q angeschlossen sind. 

Wenn in diesem Fall die Verstarkermittenfrequenz der 
Verstarkerschaltung f 0 ist, so erfuUcn die Sperrfrequenzen 
f a , f c und f d vorzugsweise folgende Gleichung: 



f a = fb<fc=f d <fo (1) 

Dies bedeutet, daB in der Verstarkerschaltung gemaB dem 
bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel die Sperrfrequenzen f c 
und f d auf Frequenzen unterhalb der Verstarkermittenfre- 
quenz f 0 in der Nahe von f 0 eingestellt werden, wahrend die 
Sperrfrequenzen f a und f b auf Frequenzen unterhalb der 
Sperrfrequenzen f<- und f d eingestellt werden. Anders gesagt 
dampfen sowohl die BEFs FA und FB sowie die BEFs FC 
und FD die Signale der Frequenzbander unterhalb der Ver- 
starkermittenfrequenz f 0 . In diesem Fall dampfen die BEFs 
FA und FB Signale der niedrigeren Frequenzbander, wah- 
rend die BEFs FC und FD Signale der hoheren Frequenz- 



bander dampfen. Dariiber hinaus werden die Sperrfrequen- 
zen f a und f b derart eingestellt, daB sie im wesentlichen 
gleich groB zueinander sind, wahrend die Sperrfrequenzen 
f c und f d derart eingestellt werden, daB auch sic im wesent- 
5 lichen gleich zueinander sind. 

GemaB Fig. 1 bezeichnet das Bezugszeichen 3 einen An- 
schluB zum Aniegen einer Vorspannung, an der eine Gate- 
vorspannung Vg angelegt wird, wahrend das Bezugszeichen 
4 einen AnschluB zum Aniegen einer Vorspannung bezeich- 
10 net, an den eine drain Vorspannung Vd angelegt wird. Tl bis 
T9 sowic T3a bezeichncn Mikrostreifenleiter, die als Induk- 
tivitiiten LI bis L9 sowie L3a wirkende Ubertragungsleitun- 
gen darstellen. Die Bezugszeichen CI bis C6 bezeichnen 
durch beispielsweise MIM (Metal-Insulating-Metal)-Kon- 
15 densatoren oder interdigitale Kondensatoren hergestellte 
Kondensatoren, Die Bezugszeichen Rl und R2 bezeichnen 
Widerstande, wahrend Lsl und Ls2 Hochfrequenzsperrin- 
duktivitaten bezeichnen. In diesem Fall bilden die Mikro- 
streifenleiter T4 und T5 jeweils Stichleitungen bzw. Blind- 
20 leitungen. 

Der BEF FA besitzt eine Serienschaltung aus dem Mkro- 
streifenleiter T4 und dem Kondensator C5, wahrend der 
BEF FB aus einer Serienschaltung des Mikrostreifenleiters 
T5 und des Kondensators C6 besteht. In gleicher Weise be- 
25 steht der BEF FC aus einer Serienschaltung von: 

(a) einer Parallelschaltung, bestehend aus einer Seri- 
enschaltung des Kondensators C3 und des Widerstands 
Rl mit dem Kondensator CI; und 
30 (b) demMikrostreifenleiterTl, 

wobei ein Verbindungsabschnitt zwischen dem Kon- 
densator C3 und dem Widerstand Rl mit dem An- 
schluB 3 zum Aniegen der Vorspannung iiber eine 
HochfrequenzsperrinduktivitatLsl verbunden ist. Fer- 
35 ner besteht der BEF FD aus einer Serienschaltung von: 
(a) einer Parallelschaltung, die aus einer Serienschal- 
tung bestehend aus einer Serienschaltung des Konden- 
sators C4 und des Widerstands R2 mit dem Kondensa- 
tor C2; und 
40 (b) dem Mikrostreifenleiter T2, 

wobei ein Verbindungspunkt zwischen dem Kondensa- 
tor C4 und dem Widerstand R2 iiber die Hochfrequenz- 
sperrindukdvitat LS2 mit dem AnschluB 4 zum Anie- 
gen der Vorspannung verbunden isL 

45 

Der EingangsanschluB 1 ist iiber den BEF FA geerdet und 
dariiber hinaus iiber die Mikrostreifenleiter T7 und T6 mit 
dem Gate des FET Q verbunden, wobei ein Verbindungs- 
punkt zwischen den Mikrostreifenieitern T7 und T6 iiber 
50 den BEF FC geerdet ist. Andererseits ist der Ausgangsan- 
schluB 2 iiber den BEF FB geerdet und dariiber hinaus iiber 
die Mikrostreifenleiter T9 und T8 mit der Drain des FETs Q 
verbunden, wobei ein Verbindungspunkt zwischen den Mi- 
krostreifenieitern T8 und T9 Uber den BEF FD geerdet ist. 
55 Femer ist die Source des FETs Q uber die Parallelschaltung 
der zwei Mikrostreifenleiter T3 und T3a geerdet. 

Vorzugsweise werden Hementewerte fur die einzelnen 
Elemente in der Mikrowellen-Millimeterwellen- Verstarker- 
schaltung im ersten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel wie 
60 folgt jgewahlt, wobei diese Elemente werte im bevorzugten 
Ausfuhrungsbeispiel gemaB den Fig. 21 bis 23 verwendet 
werden: 

L1 = L2 = 0.03 nH, 
65 L3 = L3a = 0.02nH, 

L4 = L5 = 0 nH, 
, L6 = L9 = 0.02 nH, 

L7 = 0.07nH, 
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L8 = 0.1nH (2) 
CI = C2 = C3 = C4 = 0.3 pF, 
C5 = C6 = 10 pF (3) 
Rl = R2 = 50 n (4) 

Bevorzugte Bereiche fur die Elementewerte in der Mikro- 
wellen- und Millimeterwellen-Verslarkerschaltung gemaB 
dem ersten bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel sind wie folgt, 
wobei w t bis w 9 und w 3a die Breiten der jeweiligen Mikro- 
streifenleiter Tl bis T9 sowie T3a und l t bis I9 sowie l 3a die 
jeweiligen Langen der Mikrostrcifcnlcitcr Tl bis T9 sowie 
T3a darstetlen: 

5 |jm < = w 2 <500 urn, 

0< w 3 = w 3a = w 4 = w 5 = w 6 = w 7 = w 8 = w 9 < 500 urn (5) 
8 um<l t = l 2 <5000 pm, 
0<1 3 = l 3a = U = 1 5 <5000 fim, 
0<l<s< 1000 urn, 

0 < i 7 = 1 8 = I9 < 3000 urn (6) 
0.01 pF<Cl = C2<20 pF, 
0.01 pF<C3 = C4<0.9 pF, 

1 pF < C5 = C6 < 50 pF (7) 
0.01 Q<R1 < 1000 Q, 
0<R2< 1000O (8) 

In der wie vorstehend beschrieben aufgebauten Mikro- 
wellen- und Millimeterwellen-Verstarkerschaltung kann der 
Betrag bzw. der absolute Wert des Verhaltnisses der Aus- 
gangsspannung V 2 zur Eingangsspannung V! in der BEF 
Schaltung, die den Mikrostreifenleiter T9 und den BEF FB 
aufweist, durch folgende Gleichung ausgedriickt werden: 

\v 2 rv x \ 

rrl-ZL/tfl^O^+^QJ/Cl-^LsC^+jcal^)]! (9) 

Wobei der erste Term des Nenners in der rechten Seite der 
Gleichung (9) bei ausreichend hohen Frequenzen wie zum 
Beispiel Millimeterwellen sich schrittweise dem Wert (L9+ 
L 5 )/L5 nahert. Ebenso kann die Sperrfrequenz f b entspre- 
chend der Oszilatorfrequenz der Induktivitat L5 und der Ka- 
pazitat C6 des BEF FB beispielsweise auf 3 GHz einer Fre- 
quenz eines Mikrowellenbandes eingestellt werden. Somit 
wird aus der BEF-Schaltung eine Bandsperrnlter-Schaltung, 
die Sign ale in niedrigeren Frequenzbandern dampft. 

Genauer gesagt wird in der Mikrowellen- und Millimeter- 
wellen- Verstarkerschaltung gemaB Fig, 1 ein am Eingangs- 
anschluS eingegebenes Mikrowellen- und Millimeterwel- 
lensignal beztiglich seines Bandes bei der Sperrfrequenz f a 
durch den BEF FA begrenzt bzw. eliminiert und hinsichtlich 
seines Bandes bei der Sperrfrequenz durch den BEF FC 
begrenzt bzw. eliminiert und anschlieBend in den mit dem 
FET Q versehenen Verstarker eingegeben. Das durch den 
FET Q verstarkte Mikrowellen- und Millimeterwellensignal 
wird hinsichtlich seines Bandes bei der Sperrfrequenz f<j 
vom BEF FD begrenzt bzw. eliminiert und hinsichtlich sei- 
nes Bandes bei der Sperrfrequenz f b vom BEF FB begrenzt 
und anschlieBend uber den AusgangsanschluB 2 ausgege- 
ben. 

Die Fig. 12 zeigt ein Schaltbild einer Mikrowellen- und 
Millimeterwellen- Verstarkerschaltung gemaB einem Ver- 
gleichsbeispieL In Fig. 12 werden gleiche Bauteile wie in 
Fig. 1 durch gleiche Bezugszeichen bezeichnet. Die Mikro- 
wellen- und Millimeterwellen- Verstarkerschaltung gemaB 
dem Vergleichsbeispiel ist dadurch gekennzeichnet, daB sie 
im Vergleich zur Mikrowellen- und Millimeterwellen- Ver- 
starkerschaltung gemaB Fig. 1 keine BEFs FA und FB sowie 
keinen Mikrostreifenleiter T3a aufweist. Die Fig. 20 zeigt 
eine graphische Darstellung einer Frequenzcharakteristik 



der Mikrowellen- und Millimeterwellen- Verstarkerschal- 
tung gemaB dem Vergleichsbeispiel von Fig. 12. Wie sich 
aus der Fig. 20 ergibt, tritt bei diesem Vergleichsbeispiel 
cine durch G13 angczcigtc unnotigc Verstarkung in gleichcr. 
5 Weise auf wie beirn ersten, dritten und vierten Stand der 
Technik. 

Die Fig. 22 zeigt eine graphische Darstellung, die eine 
Frequenzcharakterisdk der BEFs FA und FB gemaB Fig. 1 
darstellt, wahrend die Fig. 23 eine graphische Darstellung 

10 zeigt, die eine Frequenzcharakteristik der BEFs FC und FD 
darstellt. Die Verstarkcrmittenfrequcnz f 0 im bevorzugten 
Ausfiihrungsbeispiel gemaB Fig. 1 liegt bei ca. 30 GHz, 
wahrend die Sperrfrequenz f a = f b gemaB Fig. 22 bei ca. 3 
GHz liegt und die Sperrfrequenz = f d gemaB Fig. 23 bei 

15 ca. 7 GHz liegt. 

Die Fig. 21 ist eine graphische Darstellung, die eine Fre- 
quenzcharakterisdk der Mikrowellen- und Millimeterwei- 
len- Verstarkerschaltung gemaB dem ersten bevorzugten 
Ausfiihrungsbeispiel darstellt, in dem die Mikrostreifenlei- 

20 ter T4, T5 und T3a nicht vorgesehen sind. In den Fig. 20 und 
21 arbeitet die Verstarkerschaltung stabil, wenn der Stabiii- 
sierungsfaktor K gleich oder groBer als eins ist. GemaB Fig. 
21 ermoglicht in der mit dem FET Q ausgestatteten Mikro- 
wellen- und Millimeterwellen- Verstarkerschaltung die 

25 Kombination der BEFs und FA und FB gemeinsam mit den 
BEFs FC und FD gemaB Fig. 20 eine Dampfung der unnoti- 
gen Verstarkung G13, wahrend im Vergleich zum Stand der 
Technik die Mikrowellen- und Millimeterwellen- Verstar- 
kerschaltung eine groBere Verstarkung in einem breiteren 

30 Frequenzband aufweisen kann und eine stabile Verstarkung 
erfullt. Da daruber hinaus kein Richtungskoppler verwendet 
wird, kann im Vergleich zum zweiten Stand der Technik die 
Mikrowellen- und Millimeterwellen- Verstarkerschaltung 
miniaturisierc werden. 

35 

ZWEITES BEVORZUGTES AUSF0HRUNGSBEE5PIEL 

Die Fig. 2 zeigt ein Schaltbild einer Mikrowellen- und 
Millimeterwellen- Verstarkerschaltung gemaB dem erfln- 

40 dungsgemaBen zweiten Ausfuhrungsbeispiel. In Fig. 2 wer- 
den die gieichen Bauteile wie in Fig. 1 mit den gleichen Be- 
zugszeichen bezeichnet. Die Mikrowellen- und Millimeter- 
wellen- Verstarkerschaltung dieses bevorzugten Ausfuh- 
rungsbeispiels wird dadurch gekennzeichnet, daB sie im 

45 Vergleich zum ersten bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel ge- 
maB Fig. 1 keinen BEF FB aufweist 

In der wie vorstehend beschrieben aufgebauten Mikro- 
wellen- und Millimeterwellen- Verstarkerschaltung wird ein 
an einem EingangsanschluB 1 eingegebenes Mikroweilen- 

50 und Millimeterwellen-Signal durch den BEF FA bei einer 
Sperrfrequenz f a ausgefiltert und durch den BEF FC bei ei- 
ner Sperrfrequenz f<. ausgefiltert bzw. eliminiert und ab- 
schlieBend dem mit einem FET Q versehenen Verstarker zu- 
gefuhrt. Der BEF FD filtert bzw. trennt bei der Sperrfre- 

55 quenz f d das vom FET Q verstarkte Mikrowellen- und Mil- 
limeterwellen-Signal und gibt es anschlieBend uber den 
AusgangsanschluB 2 aus. 

Daher ermoglicht in der mit dem FET Q versehenen Mi- 
krowellen- und Millimeterwellen- Verstarkerschaltung eine 

60 Kombination des BEFs FA mit den BEFs FC und FD eine 
Dampfung der unndtigen Verstarkung G13, gemaB Fig. 20, 
wahrend die Mikrowellen- und Millimeterwellen- Verstar- 
kerschaltung im Vergleich zum Stand der Technik eine gro- 
Bere Verstarkung in einem breiteren Frequenzband aufweist 

65 und eine stabile Verstarkung durchfuhrt. Da ferner kein di- 
rekdonaler Koppier bzw. Richtungskoppler verwendet wird, 
kann die Mikrowellen- und Millimeterwellen- Verstarker- 
schaltung im Vergleich zum zweiten Stand der Technik mi- 
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niaturisiert werden. , 

DRITTES BEVORZUGTES AUSFUirRUNGSBEISPIEL 

Die Fig. 3 zeigt ein Schaltbild einer Mikrowellen- und 
Millimeterwellen-Verstarkerschaltung gemaB einem erfin- 
dungsgemaBen dritten Ausfuhrungsbeispiel. In Fig. 3 wer- 
den gleiche Bauteile wie in Fig. 1 mil den gleichen Bezugs- 
zeichen bezeichnet. Die Mikrowellen- und Millimeterwel- 
len- Verstarkerschaltung dieses bevorzugten Ausfiihrungs- 
beispiels wird im Vcrglcich zum crstcn bevorzugten Aus- 
fahrungsbeispiel gemaB Fig. 1 dadurch gekennzeichnet, daB 
es keinen BEF FA aufweist. 

In der wie vorstehend beschrieben aufgebauten Mikro- 
wellen- und Millimeterwelien-Verstarkerschaltung wird ein 
am EingangsanschluB 1 eingegebenes Mikrowellen- und 
Millimeterwellensignal bei der Sperrfrequenz fj. durch den 
BEF FC ausgefiltert und anschlicBcnd dem mit dem FET Q 
versehenen Verstarker zugefuhrt Das durch den FET Q ver- 
starkte Mikrowellen- und Millimeterwellensignal wird 
durch den BEF FD bei der Sperrfrequenz f d getrennt bzw. 
ausgefiltert und durch den BEF FB bei der Sperrfrequenz f b 
ausgefiltert. AnschlieBend wird es iiber den Ausgangsan- 
schluB 2 ausgegeben. 

Daher ermoglicht in der Mikrowellen- und Millimeter- 
wellen- Verstarkerschaltung, die den FET Q aufweist, eine 
Kombination des BEFs FB gemeinsam mit den BEFs FC 
und FD eine Dampfung der unnotigen Verstarkung G13 ge- 
maB Fig. 20, wahrend im Vergleich zum Stand der Technik 
die Mikrowellen- und Millimeterwellen- Verstarkerschal- 
tung eine groBere Verstarkung in einem breiteren Frequenz- 
band aufweisen kann und eine stabile Verstarkung durch- 
fuhrt. Da femer kein Richtungskoppler verwendet wird, 
kann die Mikrowellen- und Millimeterwellen-Verstarker- 
schaltung im Vergleich zum zweiten Stand der Technik mi- 
niaturisiert werden. 

VTERXES BEVORZUGTES AUSFOHRUNGSBEISPIEL 

Die Fig. 4 zeigt ein Schaltbild einer Mikrowellen- und 
Millimeterwellen- Verstarkerschaltung gemaB einem vierten 
erfindungsgemaBen Ausfuhrungsbeispiel. In Fig. 4 werden 
gleiche Bauteile wie in Fig. 1 durch gleiche Bezugszeichen 
bezeichnet. Die Mikrowellen- und Millimeterwellen- Ver- 
starkerschaltung dieses bevorzugten Ausfuhrungsbeispiels 
wird im Vergleich zum ersten bevorzugten Ausfuhrungsbei- 
spiel gemaB Fig* 1 dadurch gekennzeichnet, daB: 

(a) der BEF FA mit einem Verbindungspunkt zwi- 
schen den Mikrostreifenleitem T6 und T7 verbunden 
ist; 

(b) der BEF FB mit einem Verbindungspunkt zwi- 
schen den Mikrostreifenleitem T8 und T9 verbunden 
ist; 

(c) der BEF FC mit dem EingangsanschluB 1 verbun- 
den ist; und 

(d) der BEF FD mit dem AusgangsanschluB 2 verbun- 
den ist. 

In der wie vorstehend beschrieben aufgebauten Mikro- 
wellen- und Millimeterwellen- Verstarkerschaltung wird ein 
am EingangsanschluB 1 eingegebenes Mikrowellen- und 
Millimeterwellen-Signal durch den BEF FC bei der Sperr- 
frequenz f c ausgefiltert und durch den BEF FA bei der Sperr- 
frequenz f a ausgefiltert bzw. bandmaBig getrennt, und an- 
schlieBend dem Verstarker zugefuhrt, der den FET Q auf- 
weist. Das durch den FET Q verstarkte Mikrowellen- und 
Millimeterwellensignal wird durch den BEF FB bei der 
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Sperrfrequenz f b ausgefiltert und durch den BEF FD bei der 
Sperrfrequenz f d getrennt bzw. ausgefiltert und anschlieBend 
iiber den AusgangsanschluB 2 ausgegeben. 

Dahcr crlaubt in der Mikrowellen- und Millimctcrwcllcn- 
5 Verstarkerschaltung, die den FET Q aufweist, die Kombina- 
tion der BEFs FA und FB gemeinsam mit den BEFs FC und 
FD eine Dampfung der unnotigen Verstarkung G13 gemaB 
Fig. 20, wahrend die Mikrowellen- und Miilimeterwellen- 
Verstarkerschaltung im Vergleich zum Stand der Technik 
10 eine groBere Verstarkung in einem breiteren Frequenzband 
aufweist und eine stabile Verstarkung durchfuhrt. Da ferner 
kein Richtungskoppler verwendet wird, kann die Mikrowel- 
len- und Millimeterwellen- Verstarkerschaltung im Ver- 
gleich zum zweiten Stand der Technik miniaturisiert wer- 
15 den. 

FUNFTES BEVORZUGTES AUSFUHRUNGSBEISPIEL 

Die Fig. 5 zeigt ein Schaltbild einer Mikrowellen- und 

20 Millimeterwellen- Verstarkerschaltung gemaB einem funften 
erfindungsgemaBen Ausfuhrungsbeispiel. In Fig. 5 werden 
die gleichen Bauteile wie in Fig. 4 mit den gleichen Bezugs- 
zeichen bezeichnet. Die Mikrowellen- und Millimeterwel- 
len- Verstarkerschaltung dieses bevorzugten Ausfuhrungs- 

25 beispiels ist dadurch gekennzeichnet, daB sie im Vergleich 
zum vierten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel gemaB Fig. 4 
keinen BEF FB aufweist. 

In der wie vorstehend beschrieben aufgebauten Mikro- 
wellen- und Millimeterwellen- Verstarkerschaltung wird ein 

30 am EingangsanschluB 1 eingegebenes Mikrowellen- und 
Millimeterwellensignal durch den BEF FC bei der Sperrfre- 
quenz f c ausgefiltert und durch den BEF FA bei der Sperrfre- 
quenz f a getrennt bzw. ausgefiltert und anschlieBend dem 
mit dem FET Q versehenen Verstarker zugefuhrt. Das durch 

35 den FET Q verstarkte Mikrowellen- und Millimeterwellen- 
Signal wird durch den BEF FD bei der Sperrfrequenz f d aus- 
gefiltert und anschlieBend iiber den AusgangsanschluB 2 
ausgegeben. 

Daher ermoglicht in der Mikrowellen- und Millimeter- 
40 wellen- Verstarkerschaltung, die den FET Q aufweist, die 
Kombination des BEFs FA gemeinsam mit den BEFs FC 
undFD eine Dampfung der unnotigen Verstarkung G13 ge- 
maB Fig. 20, wahrend die Mikrowellen- und Millimeterwel- 
len- Verstarkerschaltung im Vergleich zum Stand der Tech- 
45 nik eine groBere Verstarkung in einem breiteren Frequenz- 
band erhalt und eine stabile Verstarkung durchfuhrt. Da fer- 
ner kein Richtungskoppler verwendet wird, kann im Ver- 
gleich zum zweiten Stand der Technik die Mikrowellen- und 
Millimeterwellen- Verstarkerschaltung miniaturisiert wer- 
50 den. 

SECHSTES BEVORZUGTES AUSFOHRUNGSBEI- 
SPIEL 

55 Die Fig* 6 zeigt ein Schaltbild einer Mikrowellen- und 
Millimeterwellen- Verstarkerschaltung gemaB einem sech- 
sten erfindungsgemaBen Ausfuhrungsbeispiel. In Fig. 6 
werden die gleichen Bauteile wie in Fig. 4 mit den gleichen 
Bezugszeichen bezeichnet. Die Mikrowellen- und Millime- 

60 terwellen- Verstarkerschaltung gemaB diesem bevorzugten 
Ausfuhrungsbeispiel ist dadurch gekennzeichnet, daB sie im 
Vergleich zum vierten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel ge- 
maB Fig. 4 keinen BEF FA aufweist. 

In der wie vorstehend beschrieben aufgebauten Mikro- 

65 wellen- und Millimeterwellen- Verstarkerschaltung wird ein 
dem EingangsanschluB 1 zugefuhrtes Mikrowellen- und 
Millimeterwellensignal durch den BEF FC bei der Sperrfre- 
quenz f c ausgefiltert und anschlieBend dem Verstarker zuge- 
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fuhrt, der den FET Q aufweist. Das durch den FET Q ver- 
starkte Mikxowellcn- und Millimeterwellen-Signal wird 
durch den BEF FB bei der Sperrfrequenz f b ausgefiltert und 
bci der Sperrfrequenz f d durch den BEF FD getrennt bzw. 
ausgefiltert und anschlieSend uber den AusgangsanschluB 2 5 
ausgegeben. 

Daher ermoglicht in der Mikroweilen- und Millimeter- 
wellen- Verstarkerschaltung, die den FET Q aufweist, die 
Kombination des BEFs FB gemeinsam mit den BEFs FC 
und FD, eine Dampfung der unnotigen Verstarkung G 1 3 ge- 10 
maB Fig. 20, wahrend die Mikroweilen- und Millimeterwel- 
len- Verstarkerschaltung im Vergleich zum Stand der Tech- 
nik eine groBere Verstarkung in einem breiteren Frequenz- 
band erhalt und eine stabile Verstarkung durchfuhrt. Da fer- 
ner kein Richtungskoppler verwendet wird, kann die Mikro- 15 
wellen- und Millimeterwellen-Verstarkerschaltung im Ver- 
gleich zum zweiten Stand der Technik miniaturisiert wer- 
den. 

SIEBTES BEVORZUGTES AUSFOHRUNGSBEISPIEL 20 

Die Fig. 7 zeigt ein Schaltbild einer Mikroweilen- und 
Millimeterwellen- Verstarkerschaltung gemaB einem siebten 
erfindungsgemaBen Ausfiihrungsbeispiel. In Fig. 7 werden 
die gleichen Bauteile wie in den Fig. 1 und 4 durch die glei- 25 
chen Bezugszeichen bezeichnet. Die Mikroweilen- und Mil- 
limeterwellen- Verstarkerschaltung gemaB diesem bevor- 
zugten Ausfuhrungsbeispiel ist im Vergleich zum ersten be- 
vorzugten Ausfuhrungsbeispiel gemaB Fig. 1 dadurch ge- 
kennzeichnet, daB: 30 

(a) die BEFs FA und FC mit dem EingangsanschluB 1 
verbunden sind; 

(b) die BEFs FB und FD mit dem AusgangsanschluB 
verbunden sind, und 35 

(c) die Verstarkerschaltung keine Mikrostreifenleiter 
T7 und T9 aufweist. 

In der wie vorstehend beschrieben aufgebauten Mikro- 
weilen- und Millimeterwellen- Verstarkerschaltung wird ein 40 
dem EingangsanschluB 1 zugefiihrtes Mikroweilen- und 
Millimeterwellen-Signal durch den BEF FC bei der Sperr- 
frequenz 4 ausgefiltert und bei der Sperrfrequenz f a durch 
den BEF FA ausgefiltert bzw. getrennt und anschlieBend 
dem den FET Q aufweisenden Verstarker zugefuhrt. Das 45 
durch den FET Q verstarkte Mikroweilen- und Millimeter- 
wellen-Signal wird bei der Sperrfrequenz fb durch den BEF 
FB ausgefiltert und bei der Sperrfrequenz f d durch den BEF 
FD getrennt bzw. ausgefiltert und anschlieBend Uber den 
AusgangsanschluB 2 ausgegeben. 50 

Daher ermoglicht in der Mikroweilen- und Millimeter- 
wellen- Verstarkerschaltung, die den FET Q aufweist, die 
Kombination der BEFs FA und FB gemeinsam mit den 
BEFs FC und FD eine Dampfung der in Fig. 20 dargesteil- 
ten unnQtigen Verstarkung G13, wahrend die Mikroweilen- 55 
und Millimeterwellen- Verstarkerschaltung im Vergleich 
zum Stand der Technik eine groBere Verstarkung in einem 
. breiteren Frequenzband erhalt und eine stabile Verstarkung 
durchfuhrt Da femer kein Richtungskoppler verwendet 
wird, kann die Mikroweilen- und Millimeterwellen- Verstar- 60 
kerschaltung im Vergleich zum zweiten Stand der Technik 
miniaturisiert werden. 



ACHTES BEVORZUGTES AUSFOHRUNGSBEISPIEL 

Die Fig. 8 zeigt ein Schaltbild einer Mikroweilen- und 
Millimeterwellen- Verstarkerschaltung gemaB einem achten 
erfindungsgemaBen Ausfiihrungsbeispiel. In Fig. 8 werden 



die gleichen Bauteile wie in Fig. 7 durch die gleichen Be- 
zugszeichen bezeichnet. Die Mikroweilen- und Millimeter- 
wellen- Verstarkerschaltung gemaB diesem bevorzugten 
Ausfuhrungsbeispiel ist im Vergleich zum sicbtcn bevorzug- 
ten Ausfuhrungsbeispiel gemaB Fig. 7 dadurch gekenn- 
zeichnet, daB sie keinen BEF FB aufweist. 

In der wie vorstehend beschrieben aufgebauten Mikro- 
weilen- und Millimeterwellen- Verstarkerschaltung wird ein 
dem EingangsanschluB 1 zugefiihrtes Mikroweilen- und 
Millimeterwellen-Signal durch den BEF FA bei der Sperr- 
frequenz f a ausgefiltert und bei der Sperrfrequenz f c durch 
den BEF FC ausgefiltert und anschlieBend dem den FET Q 
aufweisenden Verstarker zugefuhrt. Das durch den FET Q 
verstarkte Mikroweilen- und Millimeterwellen-Signal wird 
durch den BEF FD bei der Sperrfrequenz f d ausgefiltert und 
anschlieSend uber den AusgangsanschluB 2 ausgegeben. 

Daher ermoglicht in der Mikroweilen- und Millimeter- 
wellen- Verstarkerschaltung, die den FET Q aufweist, die 
Kombination des BEFs FA gemeinsam mit den BEFs FC 
und FD eine Dampfung der in Fig. 20 dargestellten unnoti- 
gen Verstarkung G13, wahrend die Mikroweilen- und Milli- 
meterwellen- Verstarkerschaltung im Vergleich zum Stand 
der Technik eine groBere Verstarkung in einem breiteren 
Frequenzband erhalt und eine stabile Verstarkung durch- 
fuhrt Da ferner kein Richtungskoppler verwendet wird, 
kann die Mikroweilen- und Millimeterwellen- Verstarker- 
schaltung im Vergleich zum zweiten Stand der Technik mi- 
niaturisiert werden. 

NEUNTES BEVORZUGTES AUSFOHRUNGSBEISPIEL 

Die Fig. 9 zeigt cin Schaltbild einer Mikroweilen- und 
Millimeterwellen- Verstarkerschaltung gemaB einem neun- 
ten erfindungsgemaBen Ausfuhrungsbeispiel. In Fig. 9 wer- 
den die gleichen Bauteile wie in Fig. 7 durch die gleichen 
Bezugszeichen bezeichnet. Die Mikroweilen- und Millime- 
terwellen- Verstarkerschaltung gemaB diesem bevorzugten 
Ausfuhrungsbeispiel wird im Vergleich zum siebten bevor- 
zugten Ausfuhrungsbeispiel gemaB Fig. 7 dadurch gekenn- 
zeichnet, daB sie keinen BEF FA aufweist 

In der wie vorstehend beschrieben aufgebauten Mikro- 
weilen- und Millimeterwellen- Verstarkerschaltung wird ein 
dem EingangsanschluB 1 zugefuhrtes Mikroweilen- und 
Millimeterwellen-Signal bei der Sperrfrequenz durch den 
BEF FC ausgefiltert und anschlieBend dem den FET Q auf- 
weisenden Verstarker zugefuhrt. Das durch den FET Q ver- 
starkte Mikroweilen- und Millimeterwellen-Signal wird 
durch den BEF FD bei der Sperrfrequenz f d ausgefiltert und 
durch den BEF FB bei der Sperrfrequenz fb getrennt bzw. 
ausgefiltert und anschlieBend uber den AusgangsanschluB 2 
ausgegeben. 

Daher ermoglicht in der Mikroweilen- und Millimeter- 
wellen- Verstarkerschaltung, die den FET Q aufweist, die 
Kombinadon des BEFs FB gemeinsam mit den BEFs FC 
und FD eine Dampfung der in Fig. 20 dargestellten unnoti- 
gen Verstarkung G13, wahrend die Mikroweilen- und Milli- 
meterwellen- Verstarkerschaltung im Vergleich zum Stand 
der Technik eine groBere Verstarkung in einem breiteren 
Frequenzband erhalt und eine stabile Verstarkung durch- 
fuhrt Da ferner kein Richtungskoppler verwendet wird, 
kann die Mikroweilen- und Millirneterwellen- Verstarker- 
schaltung im Vergleich zum zweiten Stand der Technik mi- 
niaturisiert werden. 



65 ZEHNTES BEVORZUGTES AUSFOHRUNGSBEISPIEL 

Die Fig. 10 zeigt ein Schaltbild einer Mikroweilen- und 
Millimeterwellen- Verstarkerschaltung gemaB einem zehn- 
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ten erfindungsgerniiBen Ausfuhrungsbeispiel. In Fig. 10 
werden die gleichen Bauteile wic in Fig. I durch gleiche Be- 
zugszeichen bezeichnet. Die Mikrowellen- und Millimeter- 
wcUcn-Vcrstarkcrschaltung gemaB dicscm bcvorzugten 
Ausfiihrungsbeispiel ist im Vergleich zum ersten bevorzug- 
ten Ausfiihrungsbeispiel gemaB Fig. 1 dadurch gekenn- 
zeichnet, daB: 

(a) Die Verstarkerschaltung keinen BEF FD aufweist; 

(b) die Verstarkerschaltung keinen Mikrostreifenleiter 
T9 besitzt; und 

(c) ein Verbindungspunkt zwischen dem Mikrostrei- 
fenleiter T5 und dem Kondensator C6 Ciber die Hoch- 
frequenzsperrspule bzw. -induktivitat Ls2 mit dem Ab- 
schluB 4 zum Anlegen der Vorspannung verbunden ist. 

In der wie vorstehend beschrieben aufgebauten Mikro- 
wellen- und Millimeterwcllcn- Verstarkerschaltung wird ein 
dem EingangsanschluB 1 zugefuhrtes Mikrowellen- und 
Millimeterwellensignal durch den BEF FA bei der Sperrfre- 
quenz f a ausgefiltert und bei der Sperrfrequenz ^ durch den 
BEF FC getrennt bzw. ausgefiltert und anschlieBend dem 
den FET Q aufweisenden Verstarker zugefuhrt. Das durch 
den FET Q verstarkte Mikrowellen- und MiLlimeterweUen- 
Signal wird durch den BEF FB bei der Sperrfrequenz f b aus- 
gefiltert und anschlieBend iiber den AusgangsanschluB 2 
ausgegeben. 

Daher erlaubt in der Mikrowellen- und MiUimeterweUen- 
Verstarkerschaltung, die den FET Q aufweist, die Kombina- 
tion der BEFs FA und FB gemeinsam mit dem BEF FC eine 
Dampfung der in Fig. 20 dargestellten unnotigen Verstar- 
kung G13, wahrend die Mikrowellen- und MiUimeterwei- 
len- Verstarkerschaltung im Vergleich zum Stand der Tech- 
nik eine groBere Verstarkung in einem breiteren Frequenz- 
band erhalt und eine stabile Verstarkung durchfuhrt. Da fer^ 
ner kein Richtungskoppler verwendet wird, kann die Mikro- 
wellen- und MiUimeterwellen- Verstarkerschaltung im Ver- 
gleich zum zweiten Stand der Technik miniaturisiert wer- 
den. 

ELFTES BEVORZUGTES AUSFUHRUNGSBEISPIEL 

Die Fig- 11 zeigt ein Schaltbild einer Mikrowellen- und 
Millimeterwellenverstarkerschaltung gemaB einem elften 
erfindungsgemaBen AusfuhrungsbeispieL In Fig. 1 1 werden 
die gleichen Bauteile wie in den Fig. 1 und 4 durch gleiche 
Bezugszeichen bezeichnet. Die Mikrowellen- und MiUime- 
terwellen- Verstarkerschaltung gemaB diesem bevorzugten 
Ausfuhrungsbeispiel ist im Vergleich zum vierten bevorzug- 
ten Ausfuhrungsbeispiel gemaB Fig. 4 dadurch gekenn- 
zeichnet, daB: 

(a) die Verstarkerschaltung keinen BEF FD aufweist; 

(b) die Verstarkerschaltung keinen Mikrostreifenleiter 
T9 besitzt; und 

(c) ein Verbindungspunkt zwischen dem Mikrostrei- 
fenleiter T5 und dem Kondensator C6 iiber die Hoch- 
frequenz-Sperrinduktivitat Ls2 mit dem AnschluB zum 
Anlegen der Vorspannung verbunden ist. 

60 

In der wie vorstehend beschrieben aufgebauten Mikro- 
wellen- und MiUimeterwellen- Verstarkerschaltung wird ein 
dem EingangsanschluB 1 zugefuhrtes Mikrowellen- und 
Millimeterwellen-Signal bei der Sperrfrequenz durch den 
BEF FC ausgefiltert und durch den BEF FA bei der Sperrfre- 65 
quenz f a getrennt bzw. ausgefiltert und dem den FET Q auf- 
weisenden Verstarker zugefuhrt. Das durch den FET Q ver- 
starkte Mikrowellen- und MiUimeterweUen-Signal wird bei 
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der Sperrfrequenz f^ durch den BEF FB ausgefiltert und an- 
schlieBend iiber den AusgangsanschluB 2 ausgegeben. 

Daher erlaubt in der Mikrowellen- und MillimetenveUen- 
Vcrstarkcrschaltung, die den FET Q aufweist, die Kombina- 
tion der BEFs FA und FB gemeinsam mit dem BEF FC eine 
Dampfung der in Fig. 20 dargestellten unnotigen Verstar- 
kung G13, wahrend die Mikrowellen- und MiUimeterwel- 
len- Verstarkerschaltung im Vergleich zum Stand der Tech- 
nik eine groBere Verstarkung in einem breiteren Frequenz- 
band erhalt und eine stabile Verstarkung durchflihrt. Da fer- 
ner kein Richtungskoppler verwendet wird, kann die Mikro- 
weUen- und MillimeterweUen- Verstarkerschaltung im Ver- 
gleich zum zweiten Stand der Technik miniaturisiert wer- 
den. 

MODIFIZTERTE BEVORZUGTE AUSFOHRUNGSBEI- 
SPIELE 

In den vorstehend beschriebenen bevorzugten Ausfuh- 
rungsbeispielen besitzt die MikroweUen- und Millimeter- 
weUen- Verstarkerschaltung einen FET Q vom HEMT Typ. 
Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht darauf be- 
schrankt, weshalb die Mikrowellen- und MiUimeterweUen- 
Verstarkerschaltung einen Transistor zur Hochfrequenzver- 
starkung aufweisen kann, der aus einer Vieizahl von Typen 
ausgewahlt werden kann. 

In den vorstehend beschriebenen bevorzugten Ausfuh- 
rungsbeispielen ist die source des FET Q iiber eine Parallel- 
schaltung von zwei Mikrostreifenleitern T3 und T3a geer- 
det. Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht darauf be- 
schrankt, weshalb die source des FET Q iiber nur einen Mi- 
krostreifenleiter T3 geerdet werden kann oder ohne Mikro- 
streifenleiter direkt geerdet wird. 

Obwohl der BEF FA f erner den Mikrostreifenleiter T4 be- 
sitzt, ist die vorliegende Erfindung nicht darauf beschrankt, 
weshalb der BEF FA auch keinen Mikrostreifenleiter T4 
aufweisen darf. 

Ob wohl dariirjerhinaus der BEF FB den Mikrostreifenlei- 
ter T5 besitzt, wird die vorliegende Erfindung nicht darauf 
beschrankt, weshalb der BEF FB auch keinen Mikrostrei- 
fenleiter T5 aufweisen darf. 

Obwohl ferner der BEF FD den Widerstand R2 aufweist, 
ist die vorHegende Erfindung nicht darauf beschrankt, wes- 
halb der BEF FD auch keinen Widerstand R2 aufweisen 
darf. 

Obwohl ferner die Mikrowellen- und MiUimeterweUen- 
Verstarkerschaltung fur die Verbindung die Mikrostreifen- 
leiter T6 bis T9 aufweist, ist die vorliegende Erfindung nicht 
darauf beschrankt, weshalb die Verstarkerschaltung auch 
ohne den Mikrostreifenleiter T6 bis T9 aufgebaut werden 
kann. ' . 

In den vorstehend beschriebenen bevorzugten Ausfuh- 
rungsbeispielen konnen die Kondensatoren C5 und C6 
durch variable Kapazitatsdioden realisiert werden, wobei 
eine Vorspannung derart angelegt wird, daB keine Erfas- 
sungsspannung iiber den variablen Kapazitatsdioden auftritt 
bzw. anUegt. 

Es ist eine MikroweUen- und MillimeterweUen-Schaltung 
offenbart, die einen Verstarker mit einer vorbestimmten Ver- 
starkermittenfrequenz aufweist, der zwischen Hngangs- 
und Ausgangsanschittssen liegt, wobei der Verstarker einen 
source-geerdeten Transistor besitzt. Erste und zweite Ober- 
tragungsleitungen liegen zwischen dem EingangsanschluB 
und einem gate des Transistors und werden miteinander se- 
rieU verschaltet. Dritte und vierte Obertragungsleitungen 
Uegen zwischen einem drain des Transistors und dem Aus- 
gangsanschluB und sind serieU miteinander verschaltet. Ein 
erster BandsperrfUter ist mit dem EingangsanschluB verbun- 
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den und besitzt eine erste Bandsperrfrequenz, wahrend ein 
zweiter Bandsperrfilter mit dem AusgangsanschluB verbun- 
den ist und eine zweite Sperrfrequenz aufweist. Ein dritter 
Bandsperrfilter ist mit cincm Vcrbindungspunkt zwischen 
der ersten und zweiten Obertragungsleitung verbunden und 5 
besitzt eine dritte Sperrfrequenz, wahrend ein vierter Band- 
sperrfilter mit einem Verbindungspunkt zwischen der dritten 
und vierten Obertragungsleitung verbunden ist und eine 
vierte Sperrfrequenz aufweist. In diesem Fall werden die je- 
weiligen ersten bis vierten Spenfrequenzen auf eine gegen- 10 
iiber der Verstarkermittcnfrequcnz gcringere Frcquenz ein- 
gestellt, wobei die jeweiligen dritten und vierten Sperrfre- 
quenzen gegenuber den ersten und zweiten Sperrfrequenzen 
auf hohere Frequenzen eingestellt werden. 

15 

Patentanspriiche 

1. Mikrowellen- und Millimeterwellen-Schaltung mit 
einem Verstarker, der eine vorbestimmte Verstarker- 
mittenfrequenz aufweist und zwischen einem Ein- 20 
gangsanschluS (1) und einem AusgangsanschluB (2) 
der Mikrowellen- und Millimeterwellen-Schaltung 
vorgesehen ist, wobei der Verstarker einen source geer- 
deten Transistor (Q) mit einem gate (G) einer drain (D) 
und einer source (S) aufweist, gekennzeichnet durch: 25 
erste und zweite Obertragungsieitungen (L7, L6), die 
zwischen dem EingangsanschluB (1) und dem gate (G) 
des Transistors (Q) liegen und seriell miteinander ver- 
bunden sind, wobei die erste und zweite Obertragungs- 
leitung (L7, L6) jeweils als Induktivitat wirkt; 30 
dritte und vierte Obertragungsieitungen (L8, L9), die 
zwischen dem drain (D) des Transistors (Q) und dem 
AusgangsanschluB (2) liegen und seriell miteinander 
verbunden sind, wobei die dritte und vierte Obertra- 
gungsieitungen (L8, L9) jeweils als Induktivitat wirkt; 35 
einen ersten Bandsperrfilter (FA), der mit dem Ein- 
gangsanschluB (1) verbunden ist, wobei der erste 
Bandsperrfilter FA zumindest einen ersten Kondensa- 
tor (C5) aufweist und eine erste Sperrfrequenz (fj be- 
sitzt; 40 
einen zweiten Bandsperrfilter (FB), der mit dem Aus- 
gangsanschluB (2) verbunden ist, wobei der zweite 
Bandsperrfilter (FB) zumindest einen zweiten Konden- 
sator (C6) aufweist und eine zweite Sperrfrequenz (f b ) 
besitzt; 45 
einen dritten Bandsperrfilter (FC), der aus einer aus ei- 
nem dritten Kondensator (CI) und einer ersten Serien- 
schaltung eines vierten Kondensators (C3) und eines 
ersten Widerstands (Rl) bestehenden ersten Parallel- 
schaltung besteht und eine zweite Serienschaltung auf- 50 
weist, die aiis der ersten Parallelschaltung und einer als 
Induktivitat wirkenden funften Obertragungsleitung 
(LI) besteht, wobei der dritte Bandsperrfilter (FC) mit 
einem Verbindungspunkt zwischen der ersten und 
zweiten Obertragungsleitung (L7, L6) verbunden ist 55 
und eine dritte Sperrfrequenz (y besitzt; und 
einen vierten Bandsperrfilter (FD), der aus einer aus ei- 
nem funften Kondensator (C2) und einer dritten Seri- 
enschaltung aus einem sechsten Kondensator (C4) und 
einem zweiten Widerstand (R2) bestehenden dritten 60 
Parallelschaltung besteht und eine vierte Serienschal- 
tung aus der dritten Parallelschaltung und einer als In- 
duktivitat wirkenden sechsten Obertragungsleitung 
(L2) besteht, wobei der vierte Bandsperrfilter (FD) mit 
einem Verbindungspunkt zwischen der dritten und 65 
vierten Obertragungsleitung (L8, L9) verbunden ist 
und eine vierte Sperrfrequenz (f^ besitzt, 
wobei jede der ersten und zweiten Sperrfrequenzen (f a , 
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f b ) und jede der dritten und vierten Sperrfrequenzen 'f c , 
f(i) auf einen Wert unterhalb der Verstarkermittenfre- 
quenz (f 0 ) eingestellt ist und die jeweiligen dritten und 
vierten Sperrfrequenzen (f c , f^) auf gegenuber den er- 
sten und zweiten Sperrfrequenzen (f a , f b ) hohere Fre- 
quenzen eingestellt werden. 

2. Mikrowellen- und Millimeterwellen-Schaltung 
nach Paten tanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
der erste Bandsperrfilter (FA) ferner eine siebte Ober- 
tragungsleitung (L4) aufweist, die seriell zum ersten 
Kondensator (C5) gcschaltet ist, wobei die siebte Ober- 
tragungsleitung (LA) als Induktivitat wirkt, und 

der zweite Bandsperrfilter (FB) ferner eine achte Ober- 
tragungsleitung (L5) aufweist, die seriell zum zweiten 
Kondensator (C6) geschaltet ist, wobei die achte Ober- 
tragungsleitung (L5) als Induktivitat wirkt. 

3. Mikrowellen- und Millimeterwellenschaltung mit 
einem Verstarker, der eine vorbestimmte Verstarker- 
mittenfrequenz aufweist und zwischen einem Ein- 
gangsanschluB (1) und einem AusgangsanschluB (2) 
der Mikrowellen- und Millimeterwellenschaltung vor- 
gesehen ist, wobei der Verstarker einen source geerde- 
ten Transistor (Q) mit einem gate (G), einem drain (D) 
und einer source (S) aufweist, gekennzeichnet durch: 
erste und zweite Obertragungsleitungen (L7, L6), die 
zwischen dem EingangsanschluB (1) und das gate (G) 
des Transistors (Q) geschaltet sind und seriell mitein- 
ander verbunden sind, wobei die erste und zweite 
Obertragungsleitung (L7, L6) jeweils als Induktivitat 
wirkt; 

dritte und vierte Obertragungsleitung (L8, L9), die zwi- 
schen dem drain (D) des Transistors (Q) und dem Aus- 
gangsanschluB (2) geschaltet und seriell miteinander 
verbunden sind, wobei die dritte und vierte Obertra- 
gungsleitung (L8, L9) jeweils als Induktivitat wirkt; 
einen ersten Bandsperrfilter (FA), der mit dem Ein- 
gangsanschluB (1) verbunden ist, wobei der erste 
Bandsperrfilter (FA) zumindest einen ersten Kondensa- 
tor (C5) aufweist und eine erste Sperrfrequenz (fj be- 
sitzt; 

einen zweiten Bandsperrfilter (FC), der eine aus einem 
zweiten Kondensator (CI) und einer ersten Serien- 
schaltung aus einem dritten Kondensator (C3) und ei- 
nem ersten Widerstand (Rl) bestehende erste Parallel- 
schaltung aufweist und eine zweite Serienschaltung aus 
der ersten Parallelschaltung und einer als Induktivitat 
wirkenden funften Obertragungsleitung (LI) besitzt, 
wobei der zweite Bandsperrfilter (FC) mit einem Ver- 

' bindungspunkt zwischen der ersten und zweiten Ober- 
tragungsleitung (L7, L6) verbunden ist und eine zweite 

. Sperrfrequenz (f c ) besitzt; und 

einen dritten Bandsperrfilter (FD), der eine aus einem 
vierten Kondensator (C2) und einer dritten Serien- 
schaltung aus einem funften Kondensator (C4) und ei- 
nem zweiten Widerstand (R2) bestehende dritte Paral- 
lelschaltung aufweist und eine vierte Serienschaltung 
aus der dritten Parallelschaltung und einer als Indukti- 
vitat wirkenden sechsten Obertragungsleitung (L2) 
aufweist, wobei der dritte Bandsperrfilter (FD) mit ei- 
nem Verbindungspunkt zwischen der dritten und vier- 
ten Obertragungsleitung (L8, L9) verbunden ist und 
eine driue Sperrfrequenz (f^) besitzt, 
wobei eine jeweilige erste Sperrfrequenz (fj sowie 
zweite und dritte Sperrfrequenz (f 0 fj) auf eine gegen- 
uber der Versta^ermittenfrequenz (f 0 ) kleinere Fre- 
quenz eingestellt wird und jede der zweiten und dritten 
Sperrfrequenzen (f c , fj) auf eine gegenuber der ersten 
Sperrfrequenz (f^ hohere Frequenz eingestellt wird. 
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4. Mikrowellen- unci Milli'meterwellen-Schakung 
nach Patentanspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB 
der erste Bandsperrfilter (FA) ferner eine siebte Uber- 
tragungslcitung (L4) aufweist, die scricll mit dem er- 
sten Kondensator (C5) verbunden ist, wobei die siebte 5 
tJbertragungsleitung (14) als Induktivitat wirkt. 

5. Mikrowellen- und Millimeterwellen-Schaltung 
nach Patentanspruch 3, dadurch gekennzeichnet, da8 
die source (S) des Transistors (Q) iiber eine als Induk- 
tivitat wirkende achte Ubertragungsleitung (L3, L3a) 10 
geerdet wird. 

6. Mikrowellen- und Millimetenvellenschaltung mit 
einem Verstarker, der eine vorbestimmte Verstarker- 
mittenfrequenz besitzt und zwischen einem Eingangs- 
anschluB (1) und einem AusgangsanschluB (2) der Mi- 15 
krowellen- und Millimeterweilenschaltung vorgesehen 
ist, wobei der Verstarker einen source-geerdeten Tran- 
sistor (Q) mit einem gate (G) cincm drain (D) und einer 
source (S) aufweist, gekennzeichnet durch: 
erste und zweite tjbertragungsieitungen (L7, L6), die 20 
zwischen dem EingangsanschluB (1) und dem gate (G) 
des Transistors (Q) liegen und serieil miteinander ver- 
bunden sind, wobei die. erste und zweite Ubertragungs- 
leitung (L7, L6) jeweils als Induktivitat wirkt; 
dritte und vierte tjbertragungsieitungen (L8, L9), die 25 
zwischen dem drain (D) des Transistors (Q) und dem 
AusgangsanschluB (2) liegen und serieil miteinander 
verbunden sind, wobei die dritte und vierte Obertra- 
gungsieitung (L8, L9) jeweils als Induktivitat wirkt; 
einen ersten Bandsperrfilter (FB), der mit dem Aus- 30 
gangsanschluS (2) verbunden ist, wobei der erste 
Bandsperrfilter (FB) zumindest einen ersten Kondensa- 
tor (C6) aufweist und eine erste Sperrfrequenz (f b ) be- * 
sitzt; 

einen zweiten Bandsperrfilter (FC), der eine aus einem 35 
zweiten Kondensator (CI) und einer ersten Serien- 
schaltung aus einem dritten Kondensator (C3) und ei- 
nem ersten Widerstand (Rl) bestehende erste Parallel- 
schaltung aufweist und cine zweite Serienschaltung aus 
der ersten ParaHelschaltung und einer als Induktivitat 40 
wirkenden funften Obertragungsleitung (LI) besteht, 
wobei der zweite Bandsperrfilter (FC) mit einem Ver- 
bindungspunkt zwischen der ersten und zweiten Uber- 
tragungsleitung (L7, L6) verbunden ist und eine zweite 
Sperrfrequenz (fy besitzt; und 45 
einen dritten Bandsperrfilter (FD), der aus einer aus ei- 
nem vierten Kondensator (C2) und einer dritten Serien- 
schaltung aus einem funften Kondensator (C4) und ei- 
nem zweiten Widerstand (R2) bestehenden dritten Par- 
aHelschaltung besteht, und eine vierte Serienschaltung 50 
aus der dritten ParaHelschaltung und einer als Indukti- 
vitat wirkenden sechsten Obertragungsleitung. (L2) 
aufweist, wobei der dritte Bandsperrfilter (FD) mit ei- 
nem Verbindungspunkt zwischen der dritten und vier- 
ten tJbertragungsleitung (L8, L9) verbunden ist und 55 
eine dritte Sperrfrequenz (f d ) besitzt, 
wobei eine jeweilige erste* Sperrfrequenz (ft) sowie 
zweite und dritte Sperrfrequenz (£., fj) auf eine gegen- 
iiber der Verstarkermittenfrequenz (fn) geringere Fre- 
quenz eingestellt ist und eine jeweilige zweite und 60 
dritte Sperrfrequenz (f c , fj) auf eine gegeniiber der er- 
sten Sperrfrequenz (fb) hfihere Frequenz eingestellt ist. 
7. Mikrowellen- und Millimeterwellen-Schaltung 
nach Patentanspruch 6, wobei der erste Bandsperrfilter 
(FB) ferner eine siebte "Obertragungsleitung (L5) auf- 65 
weist, die serieil mit dem ersten Kondensator (C6) ver- 
bunden ist, wobei die siebte tJbertragungsleitung (L5) 
als Induktivitat wirkt. 
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8. Mikrowellen- und Millimeterwellen-Schaltung 
nach Patentanspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB 
die source (S) des Transistors (Q) uber eine als Induk- 
tivitat wirkende achte Obertragungsleitung (L5) geer- 
det wird. 

9. Mikrowellen- und MiUirneterwellen-Schaltung mit 
einem Verstarker, der eine vorbestimmte Verstarker- 
mittenfrequenz besitzt und zwischen einem Eingangs- 
anschluB (1) und einem AusgangsanschluB (2) der Mi- 
krowellen- und Millimeterweilenschaltung vorgesehen 
ist, wobei der Verstarker einen source geerdeten Tran- 
sistor (Q) mit einem gate (G), einem drain (D) und ei- 
ner source (S) aufweist, gekennzeichnet durch: 

erste und zweite tjbertragungsieitungen (L7, L6), die 
zwischen dem EingangsanschluB (1) und dem gate (G) 
des Transistors (Q) liegen und serieil miteinander ver- 
bunden sind, wobei die erste und zweite Ubertragungs- 
leitung (L7, L6) jeweils als Induktivitat wirkt; 
dritte und vierte tjbertragungsieitungen (L8, L9), die 
zwischen dem drain (D) des Transistors (Q) und dem 
AusgangsanschluB (2) liegen und serieil miteinander 
verbunden sind, wobei die dritte und vierte tJbertra- 
gungsleitung (L8, L9) jeweils als Induktivitat wirkt; 
einen ersten Bandsperrfilter (FA), der mit einem Ver- 
bindungspunkt zwischen der ersten und zweiten Uber- 
tragungsleitung (L7, L6) verbunden ist, wobei der erste 
Bandsperrfilter (FA) zumindest einen ersten Kondensa- 
tor (C5) aufweist und eine erste Sperrfrequenz (fj be- 
sitzt; 

einen zweiten Bandsperrfilter (FB), der mit einem Ver- 
bindungspunkt zwischen der dritten und vierten Uber- 
tragungsleitung (L8, L9) verbunden ist, wobei der 
zweite Bandsperrfilter (FB) zumindest einen zweiten 
Kondensator (C6) aufweist und eine zweite Sperrfre- 
quenz (ft) besitzt; 

einen dritten Bandsperrfilter (FC), der aus einer aus ei- 
nem dritten Kondensator (CI) und einer ersten Serien- 
schaltung aus einem vierten Kondensator (C3) und ei- 
nem ersten Widerstand (Rl) bestehenden ersten Paral- 
lelschaltung besteht und eine zweite Serienschaltung 
aus der ersten Parallelschaltung und einer als Induktivi- 
tat wirkenden funften "Obertragungsleitung (LI) auf- 
weist, wobei der dritte Bandsperrfilter (FC) mit dem 
EingangsanschluB (1) verbunden ist und eine dritte 
Sperrfrequenz (fj besitzt, und 

einen vierten Bandsperrfilter (FD), der aus einer aus ei- 
nem funften Kondensator (C2) und einer .dritten Seri- 
enschaltung aus einem sechsten Kondensator (C4) und 
einem zweiten Widerstand (R2) bestehenden dritten 
Parallelschaltung besteht und eine vierte Serienschal- 
tung aus der dritten Parallelschaltung und einer als In- 
duktivitat wirkenden sechsten tJbertragungsleitung 
(L2) aufweist, wobei der vierte Bandsperrfilter (FD) 
mit dem AusgangsanschluB (2) verbunden ist und eine 
vierte Sperrfrequenz (f<j) besitzt; 
wobei die jeweiligen ersten und zweiten Sperrfrequen- 
zen (f a , fb) und die dritten und vierten Sperrfrequenzen 
(f c » fd) auf gegenuberderVeKtarkermittenfrequenz(f 0 ) 
geringere Frequenzen eingestellt sind, und die jeweili- 
gen dritten und vierten Sperrfrequenzen (f^, f d ) gegen- 
iiber den ersten und zweiten Sperrfrequenzen (f a , f b ) 
auf hohere Frequenzen eingestellt sind. 

10. Mikrowellen- und Millimeterwellen-Schaltung 
nach Patentanspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB 
der erste Bandsperrfilter (FA) femer eine siebte tJber- 
tragungsleitung (L4) aufweist, die serieil zum ersten 
Kondensator (C5) geschaltet ist, wobei die siebte Ober- 
tragungsleitung (L4) als Induktivitat wirkt, und 
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der zweite BandsperrfiUer (FB) fcrner eine achtc tlber- 
tragungsleitung (L5) aufweist, die seriell zum zweiten 
Kondensator (C6) geschaltet ist, wobei die achte Uber- 
tragungslcitung (L5) als Indukdvitat wirkt. 

11. Mikrowellen- und Millimeterwellen- Schaltung 5 
nach Patentanspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB 
die source (S) des Transistors (Q) uber eine als Induk- 
dvitat wirkende neunte tjbertragungsleitung (L3, L3a) 
geerdet wird. 

12. Mikrowellen- und Millimeterwellen-Schaltung 10 
mil einem Verstarker, der cine vorbestimmte Verstar- 
kermittenfrequenz besitzt und zwischen einem Ein- 
gangsanschluB (1) und einem AusgangsanschluB (2) 
der Mikrowellen- und MillimeterweUenschallung vor- 
gesehen ist, wobei der Verstarker einen source geerde- 15 
ten Transistor (Q) mit einem gate (G), einem drain (D) 
und einer source (S) aufweist, gekennzeichnet durch: 
erste und zweite Ubertragungsleitungen (L7, L6), die 
zwischen dem EingangsanschiuB (1) und dem gate (G) 
des Transistors (Q) liegen und seriell miteinander ver- 20 
bunden sind, wobei die erste und zweite tjbertragungs- 
leitung (L7, L6) jeweils als Indukdvitat wirkt; 

dritte und vierte Ubertragungsleitungen (L8, L9), die 
zwischen dem drain (D) des Transistors (Q) und dem 
AusgangsanschluB (2) liegen und seriell miteinander 25 
verbunden sind, wobei die dritte und vierte tjbertra- 
gungsleitung (L8, L9) jeweils als Indukdvitat wirkt; 
einen ersten BandsperrfiUer (FA), der mit einem Ver- 
bindungspunkt zwischen der ersten und zweiten tJber- 
tragungsleitung (L7, L6) verbunden ist, wobei der erste 30 
Bandsperrfilter (FA) zumindest einen ersten Kondensa- 
tor (C5) aufweist und eine erste Sperrfrequenz (Q be- 
sitzt; 

einen zweiten Bandsperrfilter (FC), der aus einer aus 
einem zweiten Kondensator (CI) und einer Serien- 35 
schaltung eines dritten Kondensators (C3) und eines er- 
sten Widerstands (Rl) bestehenden ersten Parallel- 
schaltung besteht, und eine zweite Serienschaltung aus 
der ersten Parallelschaltung und einer als Indukdvitat 
wirkenden funften tjbertragungsleitung (LI) aufweist, 40 
wobei der zweite Bandsperrfilter (FC) mit dem Ein- 
gangsanschiuB (1) verbunden ist und eine zweite Sperr- 
frequenz (fy besitzt; und 

einen dritten Bandsperrfilter (FD), der aus einer aus ei- 
nem vierten Kondensator (C2) und einer dritten Serien- 45 
schaltung aus einem funften Kondensator (C4) und ei- 
nem zweiten Widerstand (R2) bestehenden dritten Par- 
allelschaltung besteht, und eine vierte Serienschaltung 
aus der dritten Parallelschaltung und einer als Indukd- 
vitat wirkenden sechsten tjbertragungsleitung (L2) 50 
aufweist, wobei der dritte Bandsperrfilter (FD) mit dem 
AusgangsanschluB (2) verbunden ist und eine dritte 
Sperrfrequenz (r^) besitzt; 

wobei eine jeweilige erste Sperrfrequenz (fj sowie 
zweite und dritte Sperrfrequenzen (4, fd) gegenUber 55 
der Verstarkermittenfrequenz (f 0 ) auf eine geringere 
Frequenz eingestellt sind und die jeweiligen zweiten 
und dritten Sperrfrequenzen (f^., f d ) gegeniiber der er- 
sten Sperrfrequenz (fj auf eine hohere Frequenz einge- 
stellt sind. 60 

13. Mikrowellen- und Millimeterwellen-Schaltung 
nach Patentanspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daB 
der erste Bandsperrfilter (FA) femer eine siebte t)ber- 
tragungsleitung (LA) aufweist, die seriell zum ersten 
Kondensator (C5) geschaltet ist, wob'ei die siebte tiber- 65 
tragungsleitung (LA) als Indukdvitat wirkt. 

14. Mikrowellen- und Millimeterwellen-Schaltung 
nach Patentanspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daB 
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die source (S) des Transistors (Q) uber eine als Tnduk- 
tivitat wirkende achte tjbertragungsleitung (L3, L3a> 
geerdet wird. 

15. Mikrowellen- und Millimeterwellen-Schaltung 
nut einem Verstarker, der eine vorbestimmte Verstar- 
kermittenfrequenz aufweist und zwischen einem Ein- 
gangsanschiuB (1) und einem AusgangsanschluB (2) 
der Mikrowellen- und Millimeterwellenschaltung vor- 
gesehen ist, wobei der Verstarker einen source geerde- 
ten Transistor (Q) mit einem gate (G), einem drain (D) 
und einer source (S) aufweist, gekennzeichnet durch: 
erste und zweite Ubertragungsleitungen (L7, L6), die 
zwischen dem EingangsanschiuB (1) und dem gate (G) 
des Transistors (Q) liegen und seriell miteinander ver- 
bunden sind, wobei die erste und zweite tjbertragungs- 
leitung (17, L6) jeweils als Indukdvitat wirkt; 
dritte und vierte Obertragungsleitungen (L8, L9), die 
zwischen dem drain (D) des Transistors (Q) und dem 
AusgangsanschluB (2) liegen und seriell miteinander 
verbunden sind, wobei die dritte und vierte tjbertra- 
gungsleitung (L8, L9), jeweils als Indukdvitat wirkt; 
einen ersten Bandsperrfilter (FB), der mit einem Ver- 
bindungspunkt zwischen der dritten und vierten Uber- 
tragungsieitung (L8, L9) verbunden ist, wobei der erste 
Bandsperrfilter (FB) zumindest einen ersten Kondensa- 
tor (C6) aufweist und eine erste Sperrfrequenz (f b ) be- 
sitzt; 

einen zweiten Bandsperrfilter (FC), der aus einer aus 
einem zweiten Kondensator (CI) und einer ersten Seri- 
enschaltung aus einem dritten Kondensator (C3) und 
einem ersten Widerstand (Rl) bestehenden ersten Par- 
allelschaltung besteht und eine zweite Serienschaltung 
aus der ersten Parallelschaltung und einer als Indukdvi- 
tat wirkenden funften tjbertragungsleitung (LI) auf- 
weist, wobei der zweite Bandsperrfilter (FC) mit dem 
EingangsanschiuB (1) verbunden ist und eine zweite 
Sperrfrequenz (fy besitzt; und 

einen dritten Bandsperrfilter (FD), der aus einer aus ei- 
nem vierten Kondensator (C2) und einer dritten Serien- 
schaltung aus einem funften Kondensator (C4) und ei- 
nem zweiten Widerstand (R2) bestehenden dritten Par- 
allelschaltung besteht und eine vierte Serienschaltung 
aus der dritten Parallelschaltung und einer als Indukd- 
vitat wirkenden sechsten tjbertragungsleitung (L2) 
aufweist, wobei der dritte Bandsperrfilter (FD) mit dem 
AusgangsanschluB (2) verbunden ist und eine dritte 
Sperrfrequenz (f<j) besitzt; 

wobei die jeweilige erste Sperrfrequenz (fj und die 
zweiten und dritten Sperrfrequenzen (f^, fd) gegenuber 
der Verstarkermittenfrequenz (fo) auf eine geringere 
Frequenz eingestellt sind, und die jeweiligen zweiten 
und dritten Sperrfrequenzen (f c , f^) gegenuber der er- 
sten Sperrfrequenz (fj auf eine hohere Frequenz einge- 
stellt sind.. 

16. Mikrowellen- und Millimeterwellen-Schaltung 
nach Patentanspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daB 
der erste Bandsperrfilter (FB) ferner eine siebte tjber- 
tragungsleitung (L5) aufweist, die seriell zum ersten 
Kondensator (C6) geschaltet ist, wobei die siebte tjber- 
tragungsleitung (L5) als Indukdvitat wirkt. 

17. Mikrowellen- und Millimeterwellen-Schaltung 
nach Patentanspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daB 
die source (S) des Transistors (Q) uber eine als Induk- 
dvitat wirkende achte tjbertragungsleitung (L3, L3a) 
geerdet ist. 

18. Mikrowellen- und Millimeterwellen-Schaltung 
mit einem Verstarker,. der eine vorbesdmmte Verstar- 
kermittenfrequenz aufweist, und zwischen einem Ein- 
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gangsanschluB (1) und einem AusgangsanschluB (2) 
der Mikrowellen- und Millimeterwellenschaltung vor- 
gesehen ist, wobei der Verstarker einen source geerde- 
tcn Transistor (Q) mit cincrn gate (G), cincm drain (D) 
und einer source (S) aufweist, gekennzeichnet durch: 5 
erste und zweite Obertragungsleitungen (L7, L6), die 
zwischen dem EingangsanschluB (1) und dem gate (G) 
des Transistors (Q) liegen und seriell miteinander ver- 
bunden sind, wobei die erste und zweite Ubertragungs- 
leitung (L7, L6) jeweils als Induktivitat wirkt; 10 
cine dritte tjbertragungslcitung (L8), die zwischen dem 
drain (D) des Transistors (Q) und dem Ausgangsan- 
schluB (2) iiegt, wobei die dritte Ubenragungsleitung 
(LS) als Induktivitat wirkt; 

einen ersten Bandsperrfilter (FA), der mit einem Ver- is 
bindungspunkt zwischen der ersten und zweiten Uber- 
tragungsleitung (L7, L6) verbunden ist, wobei der erste 
Bandsperrfilter (FA) zumindest cincn ersten Kondensa- 
tor (C5) aufweist und eine erste Sperrfrequenz (Q be- 
sitzt; 20 
einen zweiten Bandsperrfilter (FB), der mit dem Aus- . 
gangsanschluB (2) verbunden ist, wobei der zweite 
Bandsperrfilter (FB) zumindest einen zweiten Konden- 
sator (C6) aufweist und eine zweite Sperrfrequenz (f b ) 
besitzt; und 25 
einen dritten Bandsperrfilter (FC), der aus einer aus ei- 
nem dritten Kondensator (CI) und einer ersten Serien- 
schaltung aus einem vierten Kondensator (C3) und ei- 
nem ersten Widerstand (Rl) bestehenden ersten Parai- 
lelschaltung besteht und 30 
eine zweite Serienschaltung aus der ersten Parallel- 
schaltung und einer als Induktivitat wirkenden vierten 
Obertragungsleitung (LI) aufweist, wobei der dritte 
Bandsperrfilter (FQ mit dem EingangsanschluB (1) 
verbunden ist und eine dritte Sperrfrequenz (Q besitzt; 35 
wobei die jeweiligen ersten und zweiten Sperrfrequen- 
zen (f a , fb) sowie die dritte Sperrfrequenz (y gegen- 
tiber der Versta^errnittenfrequenz (f 0 ) auf eine gerin- 
gere Frequenz eingestcllt sind und die dritte Sperrfre- 
quenz (f J gegenuber den ersten und zweiten Sperrfre- 40 
quenzen (f a , f b ) auf eine hohere Frequenz eingestellt 
ist. 

19. Mikrowellen- und Millimeterwellen-Schaltung 
nach Paten tanspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dafi 
der erste Bandsperrfilter (FA) ferner eine flinfte t)ber- 45 
tragungsleitung (L4) aufweist, die seriell zum ersten 
Kondensator (C5) geschaltet ist, wobei die funfte 
tJbertragungsleitung (L4) als Indukdvitat wirkt, und 

der zweite Bandsperrfilter (FB) ferner eine sechste 
"Qbertragungsleitung (L5) aufweist, die seriell zum 50 
zweiten Kondensator (C6) geschaltet ist, wobei die 
sechste Obertragungsleitung (L5) als Induktivitat 
wirkL 

20. Mikrowellen- und Millimeterwellen-Schaltung 
nach Patentanspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daB 55 
die source (S) des Transistors (Q) uber eine als Induk- 
tivitat wirkende siebte Obertragungsieitung (L3, L3a) 
geerdet ist. 
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Stand der Technik III + Source Induktivitat 
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Erstes bevorzugtes AusfOhrungsbeispiel 
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Frequenzcharakteristik von BEFs FA und FB 
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Fig.23 

FFequenzcharakteristik vofv BEFs FC und FD 
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